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NOTE IMPORTANTE

Les valeurs indiquées dans les colonnes MIN
et MAX des tableaux des feuilles particuliéres
sont des conditions de réception veérifiees par
des contrdles unitaires ou statistiques.

Les valeurs mentionnées dans les colonnes
NOM sont destinées a guider ['utilisateur qui-
- peut s’attendre a trouver un grand nombre de
dispositifs présentant des caracteéristiques voi-

sines de ces valeurs.

Les contrdles par prélévement effectués
avant livraison sont déterminés par les spéci-
fications francaises CCT 0OI-02 ou ameéricaines
MIL STD-105A.

Nos services techniques et commerciaux se
tiennent & la disposition des utilisateurs qui
désireraient des preécisions sur les niveaux de
preélevement et d’acceptance pratiqués sur
chaque type de semiconducteurs.
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CODIFICATIONS

CODE DE DESIGNATION EUROPEEN POUR DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS

La désignation consiste en :

DEUX LETTRES SUJVIES D'UN NUMERO D'ORDRE

Exemple et explication :

I ]

|

La premiere lettre

indique le
mateériau semiconducteur

La deuxieme lettre indique la cons-
truction et/ou l'application principale
du dispositif

Numéro d'ordre

A Germanium (Pour dispositifs a
une ou plusieurs jonctions)

> B Silicium (Pour dispositifs a une

ou plusieurs jonctions)

R Matériaux semiconducteurs uti-
lisés pour cellules photoconduc-
trices et générateurs de Hall

A Diode(non compris diodes tunnel,
detecteurs de radiations, diodes
redresseuses, diodes de reférence
ou de stabilisation de tension)

C Transistor pour audiofréquences
sauf puissance)

D Transistor depuissance pour audio-
fréquences!)

E Diode tunnel

F Transistor radiofréquence (sauf
puissance)

H Mesureur de champ

K Générateur de Hall, en circuit ma-
gnetique ouverf(p.ex. sonde magne-
togramme ou sonde de signal)

L Transistor de puissance radiofre-
quence

M Génerateur de Hall, en circuit ma-
gnétique fermé, excitation élec-
trique (p. ex, modulateur ou multi-
plicateur de Hall

P Detecteur de radiations

S Transistor de commutation (sauf
puissance

U Transistor de puissance, pour come
mutation

R Dispositif de réglage et de commu-
tation a effet d'avalanche (non
compris les dispositifs de puissance)

T Dispositif de régloge‘ef de commu-

tation de guissance, a effet d'ava-
lanche 1) 2)

Y Diode redresseuse?)

Z Diode de réference ou de stabilisa-
tion de tension (diode zener) 2)

1)Les dispositifs de puissance se
caracterisent par une resistance
thermique entre le cristal et I'en-
droit de montage égale ou infé-
rieure a 15°C/W.

2) Pour la désignation d'une gamme
voir page N°5

Le numéro d'ordre comprend :

a) trois chiffres pour des dispositifs
congus pour etre utilises a l'ori-
gine dans les équipements de
reproduction et d'enregistrement
d'usage domestique, tels que les
appareils récepteurs de radio et de
telévision, les electrophones, les
magnétophones et les amplifica-
teurs AF, les projecteurs de cinéma
domestiques, les appareils de sur-
dité, et tous equipements simi=
laires.,

Pour ces dispositifs les numéros
d'ordre se situent entre 100 et 999,

b) une lettre et deux chiffres pour
des dispositifs congus pour etre
utilisés a |'origine dans d'autres
équipements que ceux mentionnés
ciedessus,

Ces dispositifs ont la lettre Y
suivie des nombres qui se situent
entre 10 et 99, Apres que le numeéro
d'ordre Y99 a été enregistré, la
lettre X sera utilisée, etc,

(Autrefois la lettre Z a été utie

lisée)
|
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DESIGNATIONS D’UNE GAMME DE DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS

La désignation de type,attribuée suivant le code commun décrit a la page précédente,se rapporte normalement & une
combinaison de deux ou plusieurs dispositifs du méme type incorporés dans un boitier commun qui n'est pas démon-
table. Elle peut toutefois aussi &étre utilisée comme la partie caractéristique dans les désignations, pourune gamme

de variantes, ressortissant distinctement au méme type de base dans I'une des catégories de semiconducteurs sui-
vantes :

(a) Diodes de référence ou de stabilisation de tension, diodes zener (deuxiéme lettre Z)
(b) Diodes redresseuses (deuxieéme lettre Y)
(c) Thyristors (deuxiéme lettre T)

La partie caractéristique, qui est invariable pour toute la gamme, est qualifiée par un suffixe qui doit en étre dis-
tinctement séparé par un trait d'union (-)

Exemples
Diodes zener :

'I' L

Cette lettre indique

la tolerance nomi- € -~ L e P
nale de la tension |minale de la tension Zener en La lettre R signifie polarite inverse

Cette partie indique la valeur no-
Partie caractéristique

Zener en pourcen. |Volt.
tage.

L3
Les lettres suivane

tes ont été affec- P L .-
Polarité inverse signifie anode reliée au

tees : . .
Attribud . | ee La valeur nominale de la tension | boftier.
ttribuee sunvcinf. el a 1% | Zener se rapporte a la valeur no-
code commun décrit a B a 2% | minale du courant spécifiée pour | Polarité normale, ce qui signifie cathode
la page précédente. C 3 5% | toute la gamme . reliée au boftier, n'est pas spécialement
D a 10% désignée.
E a 15%
Ce nombre indique la tension
Partie caracteristique inverse de pointe répeétitive en La lettre R signifie polarite inverse
volt,
Redresseurs :
Thyristor

N.B. : L'ancien code européen dont la premiére lettre est un"O" pour les semi-conducteurs, est en voie dedisparition.

CODE AMERICAIN EIA |

Désignation : Un chiffre, une lettre "N" et un numéro d'ordre.
Exemples : IN60  diode
2N1305 triode (transistors, thyristors)
3N58 tetrode (S.C.S, etc)

N.B. : Les désignations du genre 25C100 sont de provenance Japonaise. Le code employé a des analogies avec
le code EIA .
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CODIFICATIONS

EUROPEAN TYPE DESIGNATION CODE FOR SEMICONDUC‘I‘OR DEVICES

The type designation consists of :

TWO LETTERS FOLLOWED BY A SERIAL NUMBER

Example :

The first letter indicates the semicon-
ductor material used in the device.

The second letter indicates the cons-
truction and/or main application of the
semiconductor device,

Serial number

A 4

A Germanium (For devices having one
or more junctions)

B Silicon (For devices having one or
more junctions) :

R Semiconductor material usedin pho-
toconductive cells.

A Diode (excluding tunnel, radiation
sensitive, rectifying, voltage refe-
rence or voltage regulator diodes)

C Transistor for a. f. applications
(excluding power transistors)

D Power transistor for audio frequency
applicationsl)

E Tunnel diode

F Transistor for h. f. applications
(excluding power transistors)

H Field probe

K Hall generator in an open magnetic
circuit (e. g. magnetogram-or signal
probe)

L Power transistor for high frequency
applications])

M Hall generator in a closed electri -
cally energized magnetic circuit(e.
g. Hall modulator or multiplier)

P Radiation sensitive device

R Controlling and switching device
having a breakdown characteristic
(excluding power devices)

S Transistor for switching applications
(excluding power transistors)

T Controlling and switchingpower de-
vice having a breakdown characte -
risticl)

U Power transistor for switchingappli-
cations!)

Y Rectifying diode
Z Voltage reference or voltage regula-

tor diode (zener diode)

1) A device,is a power device if the
thermal resistance between the
crystal and the mounting base is
equal to or less than 15°C/ W,

2) For a range designation see pagen®5

The serial number consists of :

a) Three figures for semiconductor de-

vices designed for use primarily in

reproduction and recording equipment
for domestic applications, such as
radio and television receivers, record
players, tape recorders and audio
amplifiers, home cinema projectors,
hearing aids, and similar equipment,

These semiconductor devices have

. numbers lying between 100and 999,

b) One letter and two figures for semi-

conductor devices designed for use
primarily in other application,
These semiconductor devices have
the lettre X, Y or Z followed by fi-
gures ranging from 10 to 99,

1 —
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EUROPEAN TYPE DESIGNATIONS FOR A RANGE OF SEMICONDUCTOR DEVICES

The type number assigned in accordance with the common code described on page N° 4 normally refers either to a
single device or to a combination of two or more devices of the same type, contained in a common case that cannot
be dismantled. .

It may, however, also be used as the basic part of the type designation for a range of variants distinctly belonging to
one basic type in one of the following categories of devices :

(a) Voltage reference or voltage regulator diodes, zener diodes (second letter Z)
(b) Rectifying diodes (second letter Y)
(c) SCR (second letter T)

The basic part, being the same for the whole range, is qualified by a suffix part which is separated from the basic part
by adash (-).

Examples :
Zener diodes :

i

[ [

The first letter in- . L )
Characteristic part dicates the nominal | This part indicates the typical The letter R indicates reverse polarity
tolerance of the | zener voltage

zener voltage in % -

The following letters
have been assigned: L. .
The letter R indicates reverse polarity (stud

h col | . anode)
Given according to The typical zener voltage is re-
common describgdin A for 1% | lated to the nominal current
the preceding page B " 2% | rating for the whole range The normal version (stud cathode) is not spe-
C " 5% cially indicated
D " 10%
E " 15%
This number indicates the re-
Characteristic part I\’,e'li'i"e peak reverse voltage in The letter R indicates reverse polarity
olts.,
Rectifiers :
S.C.R.:

N.B. : The old european code, of which the letter is "O" for semiconductors,now is going to be obsolete,

AMERICAN CODE E.I.A.

Designation : One figure, a letter "N" and a serial number :
Examples : IN60  diode
2N1305 triode (transistor = SCR etc...)
3N58 tetrode (S.C.S, etc)

N.B. : Designation like 2SC100 are coming from Japan. The code used is similar to the E.|.A. code .

g
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o° " = T 2 id - = g
ransistors|  §| .:“; E E'g' Remplagant (R) g ransistors| f, 5 § 5|3E Remplagant (R) %
‘Z, % g 2 _SE Equivalent (E) é" ‘ﬁ g § g —ég Equivalent (E) Qo
> o -
PNP | NPN 3 N SlElw 8 Approximatif (A)| © |NPN 3 E F | © |Approximatif(a) | @
a x 3 a 3
* 2x 2N2569 EE;
* 2x 2N2570 E *
1N60 (R)
* 0A95 (A)
N 0492 (R) =
* AAZI5  (A) W
* AAZ18 {A) .
* o * *
* AAZ15 R *
* o (R) BCY33  (R)
" o BCY34  (R)
* BCY30  (R)
* g Supprimé
* o Supprimé
* u} * g
" - x O
* o * [m]
" o * O
* * o
* a *
* AD149 (A)-V * o
* o cB * BC107 (A)
: * BC107 (A)
* o * a
* a] * 9
* a * : g
* ADZ12 R
* o (R) * o |2n2207  (E)
* * O |2N1613 (E)
: 3 * o |21 (B)
* * Voir a BFY44
- * =]
* * u]
* o * =
. g * 0 |2N2368  (E)
* 0 |2n2369 (E)
: sz : 5 | @
: AFI% (R) : ©NER @
x . R, * 2N3252  (E)
*
* * 2N1613 (A)
* * 2N1711 (Ag
* * 2N743 (R
* * 2N744 (R)
* o
* BSX21 (R)
* a * 1
* s] * E.}i
* o *
* * i ])
* a * 1
: - Rt
* AF139 (R) * f1§
* o *
: * | (1)
* AF178 (R) * “;
*
* 2N1303/1305 (R) * 1
* 2N1305/1307 (R) * é‘}
* 2N1302/1304 (R) * a
* 2N1304/1306 (R) * )
* g * o
* E * Q1
- * {'I
* § * 1
* * 1
: : SO
: : S
* X * (1)
* * * 1
* supprimé : é};
N P * 1
x o supprime x élz
> o * (1)
: a * (M
o > ('I;
* QO
* a
* BAY32 (A) * (1)
* a * v
* o BYY3s * (M
* 0 Série : BYY39 * m
N T BYY * (M
* ¢ * (@)}
* B * (1)
*
* BCY38 (R |« * N
* BCY39 R *
. BEvie (R * M
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Index alphanumeérique

(1) Voir catalogue Electrotechnique

— " -
Transistors] E,, . ; g E,‘g‘ Remplacant (R) g
wl B al b= 2
[ H a1 £ |5 .2 | Equivalent (E)] O
BIN| 5] 228 % g
PNPINPN| g & = e Ap?roximc'if(A) _12
* (1) *
* (1)
* (M
* (M
* (1)
* m
* (1) *
* (1)
* (m
* (1)
* M
* (1)
* o *
* BZY56a63 (A)
* BZZ15.17.19 (A)
* m}
* BZYS6a63 (A)
* [}
* 1N646 (A)
* AAZ15 (A)
* IN646 (A)
*
* a *
* 0A90 (A)
* 0A90 (A)
* 0A90 (A)
* 0A95 (A)
* AAZ15 (A)
* OA95 (A)
* =] *
* m]
* o *
*
* g *
* o
* BZY88 ' (R)
* BZY88 (R)
* ASZ16 (R)
* ASZ16 (R)
* ASZ16 (R)
* AD149 (R)
* AD162 (A)
* AF126/127 (R)
* AF126/127 (R)
* 2N1303/1305 (R)
* 2N 13051307 (R)
* Supprimé
* "
* "
* "
* AC125 (A)
* AC126 (A)
* AC125/132 (R)
* AC128 (R)
* AC125 (A)
* AC126 (A)
* ASY77/80 (R)
* ASY77/80 (R)
* AC128 (R)
* AC128 (R)
* ASY73 (R)
* ASY74 (R)| *
* ASY75. (R)
* u] *
* [@))
* Q)]
* [m} *
* 2N929 (A) | =
* 2N930 (A) | =
* 2N1307 (R)
* 2N1307 (R)| =
* 2N1309 (R)
* 2N1305 (R)| *
* 2N174 (A)
* 2N696 (A)
* 2N699 (A)
N 2N525 (R)
* *
* *
* *

T3 101 5
Transistors 5 _ é § RS Remplagant (R) 5
] =2
E 5 g'_) E E ; Equivalent (E)|] O
SN E]E =2 | Approximanita)| &
PNPINPN| 3 4 pproximati 5
* 2N696 éA;
* 2N699 A
* *
* *
*
* [] *
*
* g *
* a *
* u] BSX44 (E)
*
* S . *
* Voir a 2N706
* =] *
* =] *
*
: 5 .
* Voira 2N174
* 0
* |—D—
* *
* H *
* *
* H *
* *
* o- *
* Voir a 2N174
*
* 2N1613 (A)
* 2N1613 (A)
* 2N1711 (A)
*
: :
*
* O _|BFYé7 (E)] *
* o |BFves €] *
* *
*
: :
*
* BSX21 (A)
* - - *
* *
* *
* *
* l:g *
* .
* *
* 0O- *
* ] BFYS55 (E)| *
* S BSX19 §E; *
* BSX20 E *
* o BSX59 (E)] =
* 0 BSX44 (E)
* 0
* o
*
: 5
* *
* rgﬂ *
* *
* ™ *
* *
* O *
* *
* o *
* o BSX60 (E)
* 25C269 (R)
* m]
* ]
: ]
*
* 25C267 (R)
* a
* v
* a
* o
*
: g
* 25C287 (E)
*
: 0
*
; 5
i i
x O
* a
*
: 2
* a
*
. 5
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TRANSISTORS PNP

Gamme Gamme Gamme | Gamme
f,‘?j‘_ co::jrint fendseion g:?n Type | Mat. Fonction Observations
Fr Iem  |VeBmax| hote
-32V AC125 Ge | Préamplificateur A,F. Radio-TV
- AC126 Ge | Préamplificateur A.F. -
2100mA |~ 33 v ; ,}g gg¥gi g: AmpLifiCOﬁon IndLLstriel
- 64V 210 BCY30 Si Amplification et commutation lente Industriel
<400 mA - > 13 BCY31 Si - - - -
- > 17 BCY32 Si - — - =
-32V 210 BCY38 Si Moyenne puissance Industriel
- > 15 BCY40 Si - - -
- 32V > 45 AC128 Ge | Sortie A.F. Radio-TV
2400mA =45V 25 [ASY76 | Ge | Commutation Tndustriel
-40V > 50 ASY80 Ge - -
<1A -60V > 25 ASY77 Ge - -
-60V > 30 2N1924 Ge | Amplification et commutation lente Professionnel
< 2MHz - >47 |2N1925 | Ge - - - -
- > 65 2N1926 Ge - - - -
- 64V >10 BCY39 Si Moyenne puissance - tensionélevee ) Industriel
<2 MHz 2 1A - 32V > 35 AD162 Ge | Sortie A.F. de puissance - Complémentaire AD161] Radio-TV
<4A - 32V > 25 AD139 Ge | Sortie A.F. de puissance -
- 50V AD149 Ge - - - -
~-60V > 25 ASZ17 Ge | Commutation gain moyen
> 4A - > 45 ASZ16 Ge | Commutation fort gain
<10A |-100V > 20 ASZ15 Ge | Commutation Transistor
- > 30 ASZ18 Ge - Pui de
~-80V > 25 ADZ12 Ge | Convertisseurs vissance
Z ;82 - 2N174 Ge | Amplification et commutation
- 100V > 25 2N1100 Ge | Usages généraux
<30A |-80V > 15 ADY26 Ge | Forte puissance
10mA | -15V > 35 AC107 Ge | Préamplificateur A.F. faible bruit Radio-TV
~30V 210 2N1303 Ge Complémentaire 2N1302 [Professionnel
> 100 mA - > 15 2N1305 Ge | Amplification 2N1304 -
<400 mA - > 20 2N1307 Ge Commutation rapide 2N1306 =
- > 20 2N1309 Ge 2N1308 -
22MHz - > 15 ASY26 Ge -~
-32V > 70 AC132 Ge | Sortie A.F. - Complémentaire I'AC127 Radio-TV
- 45V >13 2N524 Ge | Amplification et commutation lente Professionnel
<20MHz | >400mA - > 30 2N525 Ge - - - -
<1A - > 47 2N526 Ge - - - -
— > 65 2N527 Ge - - - -
10A | ~-185V > 15 AU104 Ge | Balayage horizontal T.V. Radio-TV
- 20 AF139 Ge | Tuners UHF Radio-TV
- 25 > 20 AF102 Ge | Amplification VHF. -
- 25 > 20 AF178 Ge - - -
10mA | -32V 150 | AF124 Ge | Amplification 100MHz, faible bruit Radio-TV
- - AF125 Ge - oscillateur 100MHz -
- - AF126 Ge - - 16 MHz -
- — AF127 Ge - — 6 MHz -
> 10 mA -25V AF121 Ge | Amplificateur Fl télévision Radio-TV
<50mA -32V AF185 Ge | Amplificateur oscillateur 30 MHz -
> 20 MHz -70V AF118 Ge | Sortie amplificateur vidéo -
zigénn‘:A -32Vv AFY19 Ge | Amplification - Emission THF. Professionnel
-~ 60V 35 2N2904 Si Commutation rapide - Complémentaire 2N2218 Série
- 75 2N2905 Si 2N2219 |professionnelle
- 35 2N2906 Si 2N2221. |particulierement |
<500MHz | > 400 mA - 75 2N2907 Si 2N2222 | recommandée
<1A - 40 2N2904A | Si 2N2218A pour
- 100 | 2N2905A | Si 2N2219A études
- 40 2N2906A | Si 2N2221Al  Louvelles
— 100 | 2N2907A | Si 2N2222A]
-70V AUY10 Ge | Amplification RF commutation rapide Professionnel

10
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Classification par fonctions

TRANSISTORS NPN

Gamme Gamme Gamme | Gamme
frg:. cou(izm tendseion gg?n Type | Mat Fonction Observations
Fr Icm | VcBmax | M21E
32V > 45 AC172 Ge Amplificateur A.F. Radio-TV
45V 220 2N337 Si Commutation - Usages généraux Maintenance
- > 40 2N338 Si - — -
60V > 100 2N2483 Si Amplification faible niveau, faible bruit Professionnel
- > 200 2N2484 Si - - - _
80V > 20 2N1564 Si Usages généraux, commutation rapide Maintenance
< 50mA - > 40 2N1565 Si - - -
- > 80 2N1566 Si - — -
120V > 20 BSX21 Si Commande de tubes indicateurs Professionnel
125V 220 2N1572 Si Usages géneraux, commutation rapide Industriel
- > 40 2N1573 Si - - -
- > 80 2N1574 Si - — -
> 50 mA \ >4 2N929 Si Amplification faible niveau, faible bruit Professionnel
<Jofmal S |3Ngs0 | 3 - a ible brui s
20V AC130 Ge Symétrique Radio-TV
25V 10 2N1302 Ge Amplificat., commut. rapide complém. 2N1303 Professionnel
oo | - 3B B e O ER
< - ) 13 e - - 2N1307 -
S400mA) >20 |2Ni308 | Ge - - IN1309 -
30V > 20 ASY73 Ge Commutation rapide Industriel
< 60MHz - 2 35 ASY74 Ge - - -
- > 50 ASY75 Ge - - -
32V AC127 Ge Sortie A.F. compléementaire AC132 Radio-TV
>400mA | 40V > 60 BFY52 Si Usages généraux : Industriel
60V > 40 BFY51 Si - — -
<1A 60V 220 2N696 Si Usages généraux Professionnel
- > 40 2N697 Si - - -
- 2N1420 Si - - -
120V 220 2N698 Si Usages généraux Professionnel
— > 40 2N699 Si - - _ -
32V > 30 AD161 Ge Sortie A.F. de puissance complémentaire AD162 Radio-TV
> 1A 50V 10 BDY10 Si Applicat. ind. de puissance - usages generaux Professionnel
< 4A 100V BDY11 Si — - - -
25V > 20 2N706 Si Professionnel
40V BF167 Si Amplificateur Fl @ commande de gain en T.V. Radio- TV
<50mA 40V BF173 Si Amplificateur Fl en T.V. -
50v BF115 Si Amplificateur, oscillateur AM-FM -
135V BF109 Si Sortie vidéo -
> 50 mA 20V 300 | BC108 Si Amplificateur A.F. agrand gain Radio-TV
<100mA | 20V 500 BC109 Si - ' - -
- 300 BC107 Si — — -
> 15V > 20 2N709 Si Commutation ultra-rapide Professionnel
100mA ) 2 > 30 | 2N2475 | Si - - -
<400mA [ 20V 20 2N743 Si Commutation trés rapide Professionnel
- > 40 2N744 Si - - —
40V 2 20 2N2368 Si Commutation ultra-rapide Professionnel
- > 40 2N2369 Si - - -
S A 60V 35 2N2218 Si Commutation - complementaire 2N2904 Séri
> 60MHz | Z400m - 75 |2N2219 | Si | ultra-rapide 2N2905 foSerie
1 o<ia - 35 |2N2221 | Si 2N2906 professionnelle
Z 75 |N22%2 | 8 IN2907 recommandée.
- i , poL
< 600MHz - 35 [2N2221A | si 2N2906A notudes
= 75 2N2222A | Si 2N2907A
60V > 30 2N2410 Si Commutation trés rapide Professionnel
60V > 30 2N3252— | Si Commutation trés rapide Professionnel
2 1A 60V 24 BFY70 Si Amplificat. moyenne puissance V.H.F. Professionnel
75V 220 2N1613 Si Applications industrielles - commutation Professionnel
- > 40 2N1711 Si Amplification R.F. - usages généraux -
<4A 80V 24 BFY44 Si Amplification moyenne puissance V.H.F. Professionnel
- > 30 BFYS50 Si Usages géneraux —
- 5 BLY14 Si | Amplification de puissance V.H.F. -
— > 40 2N2297 Si Usages genéraux -
> 4A 100V >'5 BLY17 Si Application de puissance R.F. Professionnel

IR
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SYMBOLES LITTERAUX

La plupart des symboles littéraux utiliseés dans ce manuel sont recommandés par les documents établis par le
Comité d'Etudes n® 47 de la Commission Electrotechnique Internationale.

Les pays suivants se sont prononcés explicitement en faveur de ces publications.

ALLEMAGNE PAYS-BAS

AUTRICHE PORTUGAL

BELGIQUE ROUMANIE

DANEMARK ROYAUME -UNI

ETATS-UNIS D' AMERIQUE TCHECOSLOVAQUIE

FRANCE TURQUIE

ISRAEL UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES
ITALIE

GRANDEURS ELECTRIQUES

Les lettres minuscules représentent les valeurs instantanées de grandeurs qui varient avec le temps.

— Exemples:i, v, p

Les lettres majuscules représentent les valeurs maximales, moyennes (en courant continu) et efficaces.

— Exemples: I, vV, P

Les indices majuscules représentent les valeurs continues et les valeurs totales instantanées.
- Exerﬂples : IC' ic, VCe: h21E

Les indices minuscules représentent les valeurs des composantes variables.
— Exemples :ig, ic, vepr Veer h21e

Afin de distinguer éventuellement les valeurs maximales, moyennes, efficaces, les valeurs maximales et moyen-
nes sont représentées par |'addition des indices m ou M et av ou AV,

— Exemples : I, Icms Ieqys IcAy

—~ EXEMPLES D'APPLICATION DES REGLES

La figure ci-dessous représente le courant collecteur d'un transistor, constitué par un courant continu et une
composante variable.

>

-5
=
8__0. Valeur efficace de la composante variable
S
D = N ‘—‘_T
Y AN, PRI - erscses seme mmae lcm — Valeur maximale de la
l composante variable
Valeur moyenne de la - ™ 7 - - h N - -
N ~4Icav
I 3
variable ic __ Valeur instantanée de la variable
IcAV —valeur totale
moyenne
Valeur en courant Ic Valeur totale — ICM iC — Valeur totale instantanée
continu sans signal l maximale
Absence Avec signal_ Temps
de signal
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LETTER SYMBOLS

The main part of the letter symbols in use in this handbook are recommended on the publications prepared by the
Technical Committee N° 47 of the International Electrotechnical Commission.

The following countries voted explicitly in favour of publication.

AUSTRIA

BELGIUM
CZECHOSLOVAKIA
DENMARK
FRANCE
GERMANY

ISRAEL

ITALY

NETHERLANDS
PORTUGAL

ROMANIA
TURKEY

UNITED KINGDOM
UNION OF SOVIET SOCIALIST REPUBLICS

UNITED STATES OF AMERICA

ELECTRICAL QUANTITIES

Lower-case letters represent instantaneous values of electrical quantities varying versus time.

— Examples :i, v, p

Upper-case letters represent maximum, average (d.c.) and rootemean-square values,

— Examples : 1, V, P

Upper-case subscripts represent D.C. values and instantaneous total values.

— Examples : I, ic, Vce: h21E

Lower-case subscripts represent the values of varying components.

— Examples :ig, ic, Vebr Veer h21e

In order to distinguish between maximum, average or root-mean-square values, maximum or average values are
represented by the addition of a subscript m or M and av or AV.

—~ Examples : I, Icps Legyr Icav

—~ EXAMPLES OF THE APPLICATION OF THE RULES

The following figure represents a transistor collector-current consisting of a direct current and a varying

component .

Collector
current

—~—

N

R.M.S. varying component value

...... lem — Maximum varying

[
— _—_fav__j_/—__—'—_' N |

component value

Average varying
value varying value
IcAav — Average total
value
D.C. value Ic Maximum __ ey iC— Instantaneous total value
no signal total value L l
>
No signal With signal Time

13
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—~ CONVENTIONS POUR L'ASSOCIATION DES INDICES
Pour les tensions,le symbole est suivi de deux indices ; le premier indique la borne a laquelle la tension est

mesurée par rapport a une borne de référence désignée par le second indice (en général I'électrode commune de montage).

Les tensions constantes des électrodes sont précedées du signe indiquant la polarité de la premiere borne par
rapport a la seconde.

Les sources de tension sont indiquees par la répétition de |'indice de la borne (Ex.: V V)
EE. YCC/’.

La borne de référence est alors désignée par un troisieme indice. Ce dernier indice peut étre omis s'il n'y a pas

de risque de confusion. (Ex.: VEER, Vees)
Les indices O, o désignent le circuit ouvert.

Les indices S, s désignent le court-circuit.

PARAMETRES ELECTRIQUES

A - Symboles des parametres

1. Les valeurs des parametres matriciels des quadripoles ou des résistances, impédances, admittances, etc...,
relatifs au dispositif, sont représentées par la lettre minuscule de leur symbole avec les indices appropriés.

= Exemples : hyyp, 221h ¥22¢ h11B
2. Les parameétres matriciels des quadripoles des circuits externes et des circuits dans lesquels le dispositif cons-
titue seulement une partie, sont représentés par des symboles en lettres majuscules avec des indices appropriés.

— Exemples : Hyy, Z99, Ho1, Y12

B = Indices pour symboles de parametres
1. Les valeurs statiques de parametres sont indiquées par des indices majuscules.
— Exemples : rg, hy1g
Note - La valeur statique est la pente de la droite joignant |'origine au point de fonctionnement sur la courbe de

la caractéristique appropriée, c'est-a-dire le quotient des quantités électriques appropriées, au point de
fonctionnement.

2. Les valeurs des parametres, pour de petits signaux sont indiquées par des indices minuscules.
— Exemples : r, y,, h11br 222b
3. La paire d'indices numeriques ou le premier indice, en notation matricielle, identifie I'élément considéré de la

matrice d'un quadripdle.

transfert direct

11 = entree 21
22

sortie 12 = transfert inverse

hiiy +hyaVva

— Exemples : V;
I =hyily + hpaVa

Notes -
1) Les symboles des tensions et courants en notation matricielle sont indiqués par un indice a un chiffre.

L'indice 1 = entree

L'indice 2 = sortie

2) Dans ces équations, les tensions et les courants peuvent tre des quantités complexes.
4. L'indice suivant la paire d'indices numériques, ou le second indice, identifie le montage du circuit.

14
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-~ CONVENTIONS FOR SUBSCRIPT SEQUENCE

For voltages, the symbol is followed by two subscripts. The first one indicates the terminal at which the vol-
tage is measured, from a reference terminal indicated by the second subscript(generally the common terminal of thecir-
cuit).

Constant voltages of the terminals are preceded by the subscript, indicating the polarity of the first terminal,
with regard to the second one.

Supply voltages may be indicated by repeating the terminal subscript (Ex.: Vg E- VCC)
The reference terminal may then be indicated by a third subscript. This subscript may be omitted in the case
where no confusion is possible. (Ex.: VEgpg, VCCB)

Subscripts O, o indicate open-circuit

Subscripts S, s indicate short-circuit

ELECTRICAL PARAMETERS

A -« Parameters symbols

1. The values of fourepole matrix parameters or other resistances, impedances, admittances, etc..., inherent in the
device, are represented by the lower-case symbol with the appropriate subscripts.

— Examples : hyyy, 221p, 220 h11B

2. The four-pole matrix parameters of external circuits and of circuits in which the devices forms only a part are
represented by the upper-case symbols with the appropriate subscripts.

— Examples : Hy,, Z99, H21: Y72

B ~ Subscripts for parameter symbols
1. The static values of parameters are indicated by upper-case subscripts.
~ Examples : rg, hyyg

Note - The static value is the slope of the line from the origin to the operating point on the appropriate charace
teristic curve, i.e. the quotient of the appropriate electrical quantities at the operating point.

2. The small-signal values of parameters are indicated by lower-case subscripts.

— Examples : ry, y, h11p, 222p

3. The subscript pair or first subscript, in matrix notation identifies the element of the four-pole matrix.
11 = input 21 = forward transfer

22

output 12 = reverse transfer

— Examples : Vi = hjjIj + h1aV,
I, -
2 =hyily +hpV

Notes -
1) The voltage and current symbols in matrix notation are indicated by a single digit subscript.

The subscript 1 = input
The subscript 2 = output

2) The voltages and currents in these equations may be complex quantities.

4. The subscript following the numeric pair or the second subscript identifies the circuit configuration.

15
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]

e = emetteur commun ) c = collecteur commun

b = base commune i = borne commune arbitraire
— Exemples : (base commune)

I = v21¥ip T Y226V2p

I =y1pVie * v126V2b

Lorsque la borne commune est souseentendue, le second indice pourra etre omis.

5. S'il est nécessaire de faire une distinction entre les parties réelles et imaginaires des parametres des quadri=
g
~ . . N -
poles, les notations suivantes pourront étre utilisées :

Re (h11}) etc ... pour la partie réelle

Im (hyqp) etc ... pour la partie imaginaire.

LISTES DE SYMBOLES LITTERAUX DANS L'ORDRE ALPHABETIQUE

Les symboles figurant dans les listes suivantes sont recommandés pour etre utilisés dans le domaine des semi-

conducteurs,ou ont été établis en tenant compte des régles énoncées dans les paragraphes :

GRANDEURS ELECTRIQUES ET PARAMETRES ELECTRIQUES

— La premiere liste concerne les TRANSISTORS

—~ La seconde " " "

DIODES DE SIGNAL, ZENER ET DIODES TUNNEL
~ La troisieme " " " REDRESSEURS et THYRISTORS (1)

Elles figurent au début de chaque section concernée.

(1) Voir le manuel électrotechnique COMPELEC

16
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e = common emitter : ¢ = common collector

b = common base i = common terminal, general

~ Examples : (common base)

v

L=yVie T Y126¥20

2 = y216V1b * 226 V2b
When the common terminal is understood, the second subscript may be omitted.

5.1f it is necessary to distinguish between real and imaginary parts of the four-pole parameters, the following

notations may be used.
Re (hyqp,) etc ... for the real part

Im (h11p) etc ... for the imaginary part.

LISTS OF LETTER SYMBOLS IN ALPHABETICAL ORDER

The symbols of the following lists are recommended for use in the semiconductor field or has been compiled

according to the conventions set forth in clauses :

ELECTRICAL QUANTITIES and ELECTRICAL PARAMETERS

The first list concerne TRANSISTORS
The second" " SIGNAL AND ZENER AND TUNNEL DIODES

The third " " RECTIFIERS AND S.C.R. (1)

They are at the beginning of each concerned part

(1) See the COMPELEC electrotechnical hand book

17
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LISTE DES SYMBOLES LITTERAUX POUR LES

TRANSISTORS

T
Symboles
Nom littéraux Name
Capacité de collecteur Ce Collector capacitance
Capacite d'emetteur Ce Emitter capacitance
Capacité d'entree Cib Input capacitance
(voir parametres Y) (o] e (see Y parameters)
Capacité de réaction Cya Feedback capacitance
(Voir parametres Y) < (See Y parameters)
Capacité de sortie Caop Output capacitance
(voir parametresY) Co2e (see Y parameters)
Di storsion d Distorsion
Facteur de bruit F Noise figure
Facteur de bruit de conversion Fc Noise figure conversion
Fréquence de coupure fh21b Cut-off frequency
(frequence a laquelle le parametre indiqué par |'in- fhate (frequency at which the parameter indicated by the
dice est 0,7 fois sa valeur en basse fréquence) fy2'le suscript is 0,7 of its low frequency value)
Fréquence maximale d'oscillation fnax Maximum frequency of oscillation
Frequence du rapport de transfert unité du courant . .
. " f1 Frequency of unity current transfert ratio
(fréquence unite)
Fréquence de transition fr Transition frequency
911b
Conductance 911e Conductance
(Voir parametres Y 922b (See Y parameters)
922e
Gain en puissance Gp Power gain
Valeur statique de la résistance d'entrée hi1g Static value of the input resistance
h1ic
(tension de sortie maintenue constante) h”E (output voltage held constant)
Valeur de |'impédance d'entrée, sortie en court- h11p Small-signal value of the short-circuit input
circuit pour de petits signaux h11e impedance
h11e
Valeur statique du rapport ‘de transfert inverse de la hi28 Static value of the reverse voltage transfer ratio
tension h12€e
(courant d'entrée maintenu constant) h12C (input current held constant)
Valeur du rapport de transfert inverse de la tension, hy2p Small-signal value of the open-circuit reverse
entrée en circuit ouvert pour de petits signaux h'l2c voltage transfer ratio
h12e

&
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S oles
Nom ym,b Name

litteraux
Valeur statique du rapport de transfert direct du ho1g Static value of the forward current transfer ratio
courant ho1e
(tension de sortie maintenue constante) h21C (output voltage held constant)
Valeur du rapport de transfert direct du courant, ho1p Smallesignal value of the short-circuit forward
sortie en courtecircuit pour de petits signaux h21e current transfer ratio

h21c
Valeur statique de la conductance de sortie hoop Static value of the output conductance
(courant d'entrée maintenu constant) hooE (input current held constant)

h22c
Valeur de |'admittance de sortie, entree en circuit hooy Smallesignal value of the open-circuit output
ouvert pour de petits signaux ho2e admittance

h22c
Courant residuel du collecteur Collector cut-off current (reverse current)
Emetteur en circuit ouvert Iceo Emitter open-circuited
Base en circuit ouvert ICEO Base open-circuited
Courant de fuite base-émetteur avec Vgp=-X Icex Collector cut-off current with Vgg = -X
Courant résiduel de |'émetteur I Emitter cut-off current (reverse current)
(collecteur en circuit ouvert) EBO (collector open-circuited)
Courant résiduel du collecteur I Collector cut=off current (reverse current)
(base et émetteur en courtscircuit) CES (base and emitter shortecircuited)
Facteur de réduction avec la température Ky Thermal derating factor
Puissance de dissipation du collecteur P Power dissipation of collector
Puissance de sortie Ps Output power
Puissance totale d'entrée (continue ou moyenne) = Total input power (d.c. or average) to all
de toutes les électrodes tot electrodes
Résistance base interne-collecteur vy Ce Internal base collector resistance

h124)
w
Résistance de saturation collecteur-émetteur Collector to emitter saturation resistance
Valeur pour de petits signaux cesat small signal value
Valeur statique "CEsat static value
Résistance thermique Rip Thermal resistance
Tempeérature ambiante tamb Ambiant temperature
Température du boltier tcase Case temperature
Température de la jonction t Junction temperature
Température de stockage tstg Storage temperature
Retard a la croissance ou temps de réponse tq Delay time
LTemps de decroissance t Fall time




Symboles

Nom littéraux Name
Temps de recouvrement direct the Forward recovery time
Temps de recouvrement inverse ter Reverse recovery time
Duree d'une impulsion to Pulse duration, pulse width
Temps de croissance t Rise time
Retard a la décroissance ou temps d'accumulation Carrier storage time
t
des porteurs s
Tension de c|oqu99e (en circuit ouvert) V(BR)..O Breakdown voltage (open circuit)
Exemples : E xamples :
Tension de claquage, collecteur-base V(B o Breakdown voltage, collector to base
(émetteur en circuit ouvert) (BRICB (emitter open circuited)
Tension de claquage, collecteur -émetteur Vv Breakdown voltage, collector to emitter
(base en circuit ouvert) (BR)CEO (base open circuited)
Tension de claquage, émetteur-base Vv Breakdown voltage, emitter to base
(collecteur en circuit ouvert) (BR)EBO (collector open-circuited)
Tension de claquage collecteur-emetteur avec une v Collector-emitter breakdown voltage with a specified
résistance définie entre émetteur et base (BR)CER resistance between emitter and base
Tension de claquage (en court-circuit) V(BR)..S Breakdown voltage (short-circuit)
Exemple : E xample :
Tension de claquage, collecteur-émetteur v Breakdown voltage, collector to emitter
(émetteur et base en courtecircuit) (BR)CES (emitter and base short circuited)
Tension de saturation base-émetteur VBEsat Base to emitter saturation voltage
Tension de saturation collecteur-emetteur VCEsat Collector to emitter saturation voltage
Tension flottante \Zel:13 Flocting voltage
VEBfI
VECHI
Tension de pénétration (tension de percage) th Punch - through (penetration voltage)
Admittance d'entrée g Y11bs Y1le Input admittance g
Conductance d'entrée S 2 911bs 911e Input conductance < -E
Capacite d'entree 'E z b Crte Input capacitance ‘é 2
T 0
Angle de phase de |'admittance S 3 P11bs Pl1e Phase angle of input admittance 5%
d'entree / v e
Admittance de transfert \ 5 Y21bs Y21e Transfer admittance \ -
0
Conductance de transfert & = 921bs 921 Transfer conductance 2
. 0o Y € 5 2
Capacité de transfert ' £ L C21b: C21e Transfer capacitance ié
Angle de phase de I'admittance 3 § P16 P1e Phase angle of transfer 3 :_:
de transfert i admittance o
. . \ - .
Admittance de sortie c 5 Y22b: ¥22e Output admittance -
. o 0O
Conductance de sortie v = 922b: 9226 Output conductance _cj?é
Capacite de sortie :é L C221, C22e Output capacitance < §
Angle de phase de I'admittance w3 P22b: P26 Phase angle of output a3
de sortie / v admittance -
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Symboles

Nom litteraux Name
Admittance de réaction e :::,’ Y12b: Y12e Feedback admittance % _g
Conductance de reaction o = 912br912e Feedback conductance < =
. . o Y )
Capacité de réaction )é é C~|2b,C]2e Feedback capacitance é g
v
Angle de phase de |'admittance w § ¢ @ Phase angle of feedback £
de reaction 12bs "12e admittance
Angle de phase Phase angle
(Voir parametres Y) ¢ ( See Y parameters)
Rendement | Yield
Constante de temps de la région active TA Active region time constant
Constante de temps de montée pour commande TC Current mode time constant
en courant
Constante de temps de montée pour commande Ty Voltage mode time constant
en tension
Constante de temps de désaturation Ts Desaturation time factor
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TRANSISTOR PNP

par alliage au germanium

AC107

Ce transistor a la particularité de présenter un facteur de bruit trés faible. Il est donc recommandé pour les étages

d'entrée d' amplificateurs a bas niveau.

Disposition des électrodes

et encombrement

© max 15 min37 Boitier RO 9

©
=
‘JC: |
g % s f‘} ; Le point rouge indique le collecteur
9
c S - Poids : 0,6 g environ
max 15 SN

(1) Non étamé

Dimensions en millimétres

Echelle 1/1

*

Valeurs limites d'utilisation Symboles

Tension collecteur base \Zel:!

Tension collecteur émetteur VcE

Tension émetteur base VEB

Courant créte de collecteur Icum

Courant continu de collecteur Ic

Caractéristiques thermiques

Puissance de dissipation du collecteur (fomb = 450C) PC

Puissance de dissipation (t, . = 25 C) Piot

Température de jonction (régime permanent) t

Température de jonction (régime intermittent : 200 heures max.) tj

Température de stockage trg & 5at 75—H oC

Résistance thermique jonction-air ambiant Rtk < 0,6 ___,J°C/mW
|. . L

O 18,rue d’Enghien,75 Paris10:-FRANCE-Tél:(1)523 15-25 +

SC.CG-17 566
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AC107

L L. .
Carac(ftensbnguze;o (s:t)a'nques Conditions de mesure Symboles |min |nom.|max, | Unités
am
Courant résiduel de collecteur Veg = -5V IcBoO -2 -3 A
Courant continu de base Vce =- 5V, I = 0,3 mA I -5(-10] unA
Tension émetteur-base Ve =-5Y, Ig = 0,3 mA VEB -901(-120]-150] mV
p—
Caractéristiques dynamiques (t,,, = 25° C)
Rapport de transfert direct du
courant (gain dynamique) Vcg = -5V, Ig = 0,3 mA hote 35| 60 | 160
Capacité base interne-
collecteur Vcg =-5Y,Ig =0,3mA Cp'c 141 pF
Fréquence de coupure
en base commune Vce =-5VY, I =0,3mA fhoib 2 MHz
Résistance intrinséque de base VcB =-5V,IE =0,3mA rbb' 200 Q
Facteur de bruit Vcg =-5Y,Ig =0,3 mA F 3 5 dB
Conductance de sortie Ve = -5V, I = 0,3 mA 922 351 pA/V
f=1MHz
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AC107
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TRANSISTORS PNP

par alliage au germanium

Ces transistors différenciés par le gain statique sont spécialement mesurés en vue d'étre employés dans les amplificateurs

basse-fréquence utilisés dans les appareils de radio, phono et télévision .

Disposition des électrodes

et encombrement

max94 min38
Boitier JEDEC
-~ = = Poids : 0,9g. environ
1
=l=“ﬁ= 1)Non étameé
maxl5’3::ll.g

Dimensions en millimetres

- le point rouge indique le collecteur

TO 1

Echelle 1/1

& COMPELEC

SG-CG-18566

Valeurs limites d'utilisation Symboles AC125 Unités
Tension collecteur base Vce -32
Tension collecteur émetteur VCE -32
Tension émetteur base VEB -10
Courant continu de collecteur Ic « -100
Courant continu de base Ig -5
Caractéristiques thermiques
Puissance de dissipation du collecteur(t, 1, =25°C) Pc ‘ 170
Puissance de dissipation Piot < 500
Température de jonction t e 90
Température de stockage tstg e -55a+90
Résistance thermique jonction-air ambiant Rih 0,3
Résistance thermique jonction-air ambiant, transistor monté Rih | <
sur radiateur d'au moins 12,5 cm?2

_

18,rue d’Enghien, 75 Paris 10:-FRANCE-Tél:(1)523 15-25 +
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AC125
AC126

Coroctérisﬁct:ezs os(’r:afiques Conditions de mesure Symboles ACI25 AC126 Unités

tamb = 29 min,| nom|max§ minJ nom|max

Tension de claquage

collecteur base Ic =-500uA, VRg =0V VBR)CBS | -32 -32 \

Tension de claquage

émetteur base Ig=-200uA, Ic =0 V(BR)EBO -10 -10 \'
Ig= =- \'% -105 —105 \'%

Tension base - émetteur E=2mA, Vcp=-3V BE m
Ig=100mA, Vcg=0 VgE -4004 -400] mV

Courant résiduel de

collecteur Veg=-10V,1g=0 IcBo -10 -10] A

Courant résiduel VEg=-5V, Ic=0 IEBO _55& sso| A

d'émetteur

t; = 750C

Rapport de transfert direct

du courant

(gain statique)

Ig=2mA, Vcgp=-5V
Ig=50mA,Vcg= 0

Ig=100mA, Vcg =0

Caractéristiques dynamiques

( tamb = 25°C)

Parametres h :

Rapport de transfert direct
du courant (gain dynamique)

Admittance de sortie
Impédance d'entrée

Rapport de transfert inverse
de la tension

Veg = -5V, Ig =2mA
f=1KHz

Fréquence de coupure en
émetteur commun

Fréquence du rapport de
transfert unité de courant

Facteur de bruit

Impédance intrinséque de
base

Capacité de collecteur

VCB =-2V, Ig = 10mA
VcB = -2V, Ig = 10mA
Vep = -5V, Ig =0,5mA
f=1000Hz, Rg = 500 Q2
VCB =-5Y, Ig = 1mA
f=0,45 MHz

Ve = -5V, Ig =0
f = 0,45 MHz
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AC125
AC126

Ay T T T T T T T T ACi2 VCE 40
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Caractéristiques statiques

(tqmb = 25°C)

Conditions de mesure

Unités

Tension de claquage

collecteur-base

Tension de claquage
émetteur-base

Ig =0, Ic= - 200 A

Ic =0, Ig = - 200 A

Courant résiduel du collecteur

Courant résiduel de |'émetteur

Ig =0, Vcg =-10V

Veg = - 5V,Ic=0,1; = 75°C

Tension base émetteur

Tension de saturation

Veg =0, Ig = 50mA
VCB =0, Ig = 300mA

Ic = 1A, Ig = Valeur a laquelle
Ic=11AetVcg =1V

Rapport de transfert direct du

courant (gain statique)

Ig=5mA, Vcg=0
Ig =300mA,Vcg =0
Ie=1A,Vcg=0

Rapport des gains statiques

pour 2-AC128 appariés

Rapport des gains statiques

pour AC127/AC128 appariés

I =50mA, Vcg =0
Ig =300mA, Vcg =0

Ig|=300mA, Veg =0
E| CB

Caractéristiques dynamiques (i, = 25°C)

Fréquence du rapport unité
du courant

Fréquence de coupure en

émetteur commun

Résistance intrinséque de la
base

Capacité de collecteur

& cCOMPELEC

Ve =-2V, Ig = 10mA

Vep =-2V,Ig = 10mA

Ve ==-5V, Ig =1mA
Veg = =5V, Ig =0




:
[
]

TRANSISTOR PNP

par alliage au germanium

Transistor de sortie pour ampli basse- fréquence délivrant en push-pull classe B une puissance de 2,4W avec Vg = 14V.

Peut étre fourni apparié,

Disposition des électrodes

et encombrement

max 34 min38

Boitier JEDEC TO 1
= - = Le collecteur est repére
[ s \) E : 2"—;2 § par un point rouge
\‘g’ E %;ﬁu g Poids : 0,9 g. environ
max 1,57 | 1) Non étame
max0,43

Dimensions en millimetres

Echelle 1/1

Valeurs limites d'utilisation Symboles Unités
Tension collecteur base Vece -32 \'
Tension collecteur émetteur VcE -32
Tension émetteur base VEB -10
Courant continu de collecteur Ic — -1 —» A
Courant continu de base Ig «— -40 5] mA
Caracteristiques thermiques
Puissance de dissipation Piot 700 0 mW
Température de jonction (service continu) t «— 90 °oC
Température de jonction(service intermittent 200 heures environ) t «—100___,] °C
Température de stockage tstg «-55at755] °C
Résistance thermique jonction-air ambiant Rih «— 0,29 — 5] °C/mW
Résistance thermique jonction-air ambiant avec clip de refroidissement R «— 0,14 ___ JeC/mW
Résistance thermique jonction-boitier Rin «—0,04 >
Résistance thermiquejonction-air ambiant, le transistor étant monté sur un
radiateur d'au moins 12,5 cm2 Rin «— 0,08

=

& coMPELEC
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AC128

Ai
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21E|Courbe A : gain statique en courant (hZIE) en fonction de IC a
VCE =1V
150{Courbe B : facteur d'amplification du courant pour signaux faibles
(Ai) en fonction de IC pour une tension d'alimentation
de lQV et une charge de 16 Q-}\SOO — Aia IC: 500 mA
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TRANSISTOR PNP

par alliage au germanium

AC132

Transistor a fort gain pour étage de sortie symétrique en classe B. Il peut étre associé au transistor NPN AC127.

Disposition des électrodes

et encombrement

max S84  min38

Boritier JEDEC TO 1
- = Connexions isolées du bortier
- H = 3]
Bo ) IR 5 == g Poids : 0,9 g. environ
& E 7%?& £
max 5%, | 1) Non étamé
max0,43 h

7

le point rouge indique le collecteur

Dimensions en millimetres Echelle 1/1

——

Valeurs limites d'utilisation symboles Unités

Tension collecteur base \

Tension collecteur émetteur

Tension émetteur base

Courant continu de collecteur

Courant continu de base

Caracteristiques thermiques

Puissance de dissipation «——500_____ 1

Température de jonction l—— 90 ]

Température de stockage «-25a+ 90 ]

Résistance thermique jonction-air ambiant «— 0,3 — 5]

Résistance thermique jonction-air ambiant avec radiateur 12,5 cm2 l«— 0,09 —»

Résistance thermique jonction-boitier le—0,05__,)

5 ; 18,rue d’Enghien, 75 Paris 10:-FRANCE-Tél:(1)523 15-25 +
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AC132

Caractéristiques statiques

(tqmp = 25°C) Conditions de mesure Symboles | nom. | max. Unités
Tension de claquage
collecteur-base VBE =0, Ic = - 500 uA VeBs -32 v
Tension de claquage
émetteur-base Ic =0,Ig = - 200 A VEBO -10 \'
Tension de base Ve =-5V, Ig =2mA VBE -105 mV
VCB =0, Ig= 200 mA VBE -550 mV
Courant résiduel du collecteur Ig =0, Vcg =-0,5V IcBO -10 LA
Courant résiduel de I"émetteur Ic =0, VEg = -5V
t =75C IEBO -550 )  pA
Tension de saturation Ic =-200mA
collecteur-émetteur Ig = Valeur a laquelle
Ic=-220mA et Vcg =-1V VCEsat -350 mV
Ver =0, Ig =20mA h
Rapport de transfert direct du B E " 21E 135
ant (gain statique) VCB =0, Ig = S0mA ha1e 1ns
courant fgain statique Ve =0, Ig = 200mA ha1E 70
h
Caractéristiques pour -h——Z] E1 1,1 1,25
2 AC132 appariés Ig =20mA, Vcg =0 h2] E2
Ig = 200mA, Vg =0 Py | ur {n2s
Caractéristiques d'une paire h
AC127 -AC132 |IE|= 50mA, Vg = 0 erell IRAR R WX
Caractéristiques dynamiques (t, 1 = 25°C)
Fréquence du rapport de transfert
unité de courant Veg =-2V,Ig = 10mA f, 1,3 |2 MHz
Fréquence de coupure en
émetteur commun Ve =-2V, Ig = 10mA fhate 10 |17 KHz
Module de I'impédance de f=0,45MHz, Vcg = -5V Ileb 90 Q
transfert inverse de la tension IE = 1mA
Capacité de collecteur Vep=-5V,Ig =0 Cc 40 pF
f=0,45 MHz
Facteur de bruit Veg =-5V, [g =0,5mA F 4 |10 dB

& coMPELEC|

B =200Hz, Rg = 5000, f=1KHz
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TRANSISTOR PNP

par alliage au germanium

AD139

Ces transistors qui peuvent étre fournis appariés permettent de réaliser des étages de sortie push pull a trés faible
distorsion.

Disposition des électrodes
et encombrement

max89 minQ7

t}moxzy
:B Boitier MD 11
A N Collecteur relié au boitier
3 3 @ 5 Poids : 20 g envi
d 1as @ ron
Sl g g 5 ’
E ~ g ? Dimensions en millimetres
J Echelle 1/1
B
Valeurs limites d'utilisation Symboles Unités
Tension collecteur base VcB - 32 \'%
Tension collecteur émetteur VcE - 32 \
Tension émetteur base VEB -10 \
Courant créte de collecteur Icm 3 A
Courant continu de collecteur Ie -1 A
Courant continu de base In -02__ 1 A
Caractéristiques thermiques
Puissance de dissipation Piot —— 1B3__ ] w
Température de jonction t; 90 __ 5] °C
Température de stockage tsig | — S5a+75 ) -°C
Résistance thermique jonction-boitier Rih ‘ 4 »] °C/W
Résistance thermique boitier-radiateur sans rondelle de mica Rth < 0,5 »] °C/W
avec rondelle de mica Rin 1,5 >l
| O 18,rue d’Enghien,75 Paris 10:-FRANCE-Tél : (1)523 15-25 +

G COINVIPBPELEQDR |« comcems 0. Sune 65 8 100
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AD139

C“'“*é”?”:qﬁgi Cs)fotiques Conditions de mesure Symboles [mini|maxi Unifés1
Tension de claquage Ic=-0,5A, Vgg =2V VCEX -32 \'%
collecteur-émetteur Ic=0,5A,1g=0 VCcEO -16 \
Courant résiduel du collecteur Ig =0, Vcg =-0,5v IcRO -25| uA
Courant résiduel de |'émetteur Ic=0, VEg =- 10V IERO -1 mA
Courant de collecteur VCg =-32V, VRBE = 1V Ic -1 mA
Courant de base Ig =10 mA, Veg = - 10V Ig -0,5| mA

Ig=0,TA Vcg =0 Ig -11(-4 mA

Ig = 1A, VCB =0 Ig -91-33 mA
Tension base-émetteur Ig =10 mA, Vcg = - 10V VBE -115-1551 mV
Tension de saturation Ic=-1A, Ig = Valeur
collecteur-émetteur a laquelle Ic=1,1Aet Vcp =- 1V VCEsat -0,4 \'%
Rapport des gains statiques Ve =0, Ig = 100 mA hotgy 1,25
de 2 AD139 appariés hoiE2

Veg =0, Ig = 1A h2]E] 1,25

21E2

Caractéristiques dynamiques (fj = 25° C)
Fréquence de coupure en l\(CE =-2V,Ig=0,1A fhote 10 KHz
émetteur commun

21E VCEmin
A 60 Courbe A :rapport de transfert direct (V) VCE = tension collecteur base minimum pour
du courant, pour signaux forts en fonc=~
tion du courant I~ ¢ Vop = 1V. laquelle 9 =0,4mA/V
a S Courbe B: facteur d'amplification du T TTI1T N
/ % courant pour petits signaux en fonc= HH
60 i tion du coumnt I~ pour une tension 30 mal
1 d'alimentation de 14V et une SN HH
A he résistance de charge de 12§). AN mun
= TTTITT A anl
t=25°C M Ay
40 20
P
20 10)
o 0 1l 1l " NAAN
0 200 400 600 800 1000 1200 gor 1 10 100
I
C (mA) Zgp (KD
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TRANSISTOR PNP

par alliage au germanium

AD149

Transistor de sortie pour étage push pull classe B en montage série. Utilisable en circuit de balayage image des

récepteurs de télévision.

Disposition des électrodes

et encombrement

75
-
>
WS .
—
y 33
= S B 8
S & -
W o
|/
o
max13 |max 8 max262 |

Dimensions en millimetres

Boitier JEDEC TO 3
Collecteur relié au boitier

Poids : 21 g environ

Echelle 1/1

Valeurs limites d'uvtilisation

Tension collecteur base
Tension collecteur émetteur

Tension émetteur base

Courant continu de collecteur
Courant continu de base

Caractéristiques thermiques

Puissance de dissipation

Température de jonction en service continu

Température de jonction en service intermittent (200 heures max.)

Température de stockage
Résistance thermique jonction-boitier
Résistance thermique boitier-radiateur sans isolant

Résistance thermique boitier~radiateur avec isolant

S cOMPELEC

SC-CG-22 566

Pt fe_225_ ) W
t 00__ | -c
f e 110__,1 oC
g fesesa 4100 oC
th < 2 > °C/W
th f———— 012 —_ OC/W
Rth l< 0,5 °C/W
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AD149

Caractéristiques statiques ) i L
(fj =125 C Conditions de mesure Symboles {min max:] Unités
Courant résiduel de I'émetteur Ic=0, Vgg = - 20V IEBO -3 mA
Courant de base Ig = 1A, Ve = 0 Ig -10 -32 mA
Ig =3A, Vcg =0 Ig -35 -140 mA
Tension de saturation Ic =3A, Ig = Valeur
collecteur-émetteur a laquelle I-=-3,3 A
et Vcg = - v VCEsat -0,7 \
Rapport des gains statiques h
., Ic=-03A _21E1 1,1{1,25
de 2 AD149 appariés hj1E2
h
Ic = -3A —21ET 1,1{1,25
hoie2
Caractéristiques dynamiques (ij =25° Q)
Module de I'impédance de transfert Ig=1mA, Vg =-5V IZl?bI 30 Q
inverse de la tension f =0,45 MHz
Capacité de collecteur Vcg =-5V,Ig =0 Cc 220 pF
Capacité d'émetteur VEB =-5Y,Ic=0 Ce 140 pF
Fréquence de transition VCE =-2V,Ic=-0,5A fT 300500
Fréquence de coupure
en émetteur commun VCE=-2V,Ic=-0,5A fhzl 7110
e
Linéarité du gain en courant Aia 3A i 02035
Aia0,1A 3A 1

& coMPELEC




Ptot tccxse
w) Rth = résistance thermique entre radiateur et air (°C)
ambiant.
30 résistance thermique entre boftier et
radiateur = 0,2°C/W
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Dans la région IB < 0 le fonctionnement est

permis dans toutes les conditions de tension
base-émetteur sans dépasser, toutefois les
valeurs limites. Dans la région IB o, le

fonctionnement n'est permis que lorsque le
transistor est au cut-off.

Les tensions supérieures & celles indiquées
par la courbe Vgp = 2V sont admissibles
pendant le turn-off, & condition que 1'énergie
transitoire n'excéde pas 5mW.s.

0 20 40 60 80

Veg W)

AD149

C
(mA) 25 L'augmentation de Vpp par volt | Yoe =4V FH
de diminution de Vg est appro-| t. = 250¢ [
ximativement : ”
0,5mV & Ig =-30 mA
1,0mV & I ==100 mA
200 LS™V & Ig ==200 mA [T Imin | T hom_max
1 |
| n
T
¥
1
150, J
L
o
I
]
1 i n
J
oy
50 Fr
Vimy4
7 A
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holE
At Courbe A : gain statique en courant &
Veg = =1V
Courbe B : facteur d'amplificationdu courant
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& cCOMPELEC

$C-CG-225

66

VOIR SCHEMA D'APPLICATION A LA FIN DU VOLUME



TRANSISTOR PNP

par alliage au germanium

AD162

Ce transistor est congu pour les étages de sortie symétriques (push-pull classe B). Il peut étre fourni apparié (2-AD162).
Il peut &tre associé avec I'AD161 qui est NPN pour réaliser des étages de sortie complémentaires. || est possible d'ob-
tenir une puissance de sortie de 11 W.

Disposition des électrodes

et encombrement

max89 mn8Q7

max !9 Boftier MD 11
H max27) Collecteur relié au boftier
O 14
T Poids : 20 g. environ
3 57 e} g § X Dimensions en millimetres
5 ey ~ <
g 2 3
E B +
\G ¢ [] Echelle 1/1
6
I Valeurs limites d'utilisation Symboles
Tension collecteur base Vceo -32 \
Tension collecteur émetteur (base en circuit ouvert) VcEo -20 \
Tension collecteur émetteur (Vg = 0,6 V) VCEX -32 \%
Tension émetteur base VEBO -10 \
Courant créte de collecteur Icm < -2 o1 A
Courant continu de collecteur Ic —— -1 3} A
I Caractéristiques thermiques
Puissance de dissipation (toqse = 45°C) Ptot —— 6 31 W

Température de jonction (régime permanent)

«— 90—

Température de jonction (régime intermittent = Durée < 200 heures) | 100 __

Température de stockage tstg -65a+90,] °C

Résistance thermique jonction-boitier l—— 7,5

Résistance thermique du boitier au radiateur avec rondelle de mica «—— 1,5

Résistance thermique du boitier au radiateur sans rondelle de mica Rth «——0,5___ ] °C/W

( ; 18,rue d’Enghien, 75 Paris 10:-FRANCE-Tél :(1)523 15-25 +
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AD162

Caractéristiques statiques

(*; = 250) Conditions de mesure Symboles | min. | nom. | max. | Unités
Courant résiduel de collecteur Ig=0,Vcg =-32V IcBO -15 |-200 LA
IE = 0, VCB = - 32V, fj =90°C ICBO -2 mA
Vge = 0,6V, VCE =-32V,1'j =90°C ICEX -2 mA
Courant résiduel de |'émetteur Ic=0,Veg=-10V IERO -15 |-200 MA
Ic =0, VEg = -10V, t; =90°C IERO -2 mA
Tension base émetteur (1) Ic=-5mA, Vcg =- 10V VBE -120 -150 mV
Ic=-50mA, Vcg =-1V VBE ~300 mV
Ic =-500mA, Vcg =-1V VBE -550 mV
Ic=-2A,Vcg=-1V VBE -1 \'
Tension de saturation Ic=-1A,1g =Valeuralaquelle § VcEgqt -600 mV

Ic=-1L1AetVce=-1V

Potentiel flottant base émetteur Ig =0, Vcg = -32V, t = 90°C VEBfI - 400 mV
Ic =-5mA, Vcg =- 10V hovE 35

Rapport de transfert direct du Ic=-50mA, Vg =- 1V hy 1k 45 |82 275

courant (gain statique) Ic =-50mA, Vcg =-1V hovE 50 |90 300
Ic=-2A Vcg=-1V h21e 35

Rapport des gains statiques h .

d'une paire AD161/AD162 |1c|= 500mA, [VcE|= 1V Fm—m ) 10 [1,25

Rapport des gains statiques de Ic =-5mA, Vcg =- 1V h2]E ] 11 1.25

2AD162 appariés Ic =-500mA, Vcg =-1V 21E2

Caractéristiques dynamiques (fj = 250C)

Capacité de collecteur Ig=1=0,Vcg=-5V C. 90 pF

Fréquence de coupure en émetteur

commun Ic =-300mA, Vcg = -2V f21e 10 |18 KHz

Fréquence de transition Ic=-10mA, Vcg =-2V fr 1,5 MHz

1) VgEg diminue d= 2mV/°C lorsque la température augmente.

& cOMPELEC




AD162
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TRANSISTOR PNP

par alliage au germanium

ADY26

Ce transistor est particuliérement recommandé dans les applications mettant en jeu des forts courants et des fortes
tensions.

Disposition des électrodes
‘et encombrement

U Boftier JEDEC TO 36
p245
B3 | Eeor | Collecteur relié au boftier
Emetteur
-r - Poids : 25g. environ
07 o

==

X

z

g

o

L 1
15,5

Collecteur

Dimensions gn millimetres Echelle 1/1

Valeurs limites d'utilisation

Tension collecteur base

Tension collecteur émetteur
Tension émetteur base

Courant crete de collecteur
Courant continu de collecteur

Courant créte d*émetteur
Courant continu d'émetteur

Courant créte de base

> 2> >» >>r>>r < <<

Courant continu de base

Caractéristiques thermiques

Puissance de dissipation
Température de jonction . l«—— 90

Température de stockage 55 a1+ 90,

Résistance thermique jonction-boitier «— 0,6 — ]

( > 18,rue d’Enghien, 75 Paris 10:-FRANCE-Tél:(1)523 15-25+
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ADY26

Caractéristiques statiques

t; =25°C

Conditions de mesure

Symboles

min.

nom.

Tension de claquage
collecteur émetteur

IC=-]A, VBE=0

V(BR)CES

60

90

Courant résiduel du collecteur

Courant résiduel de |'émetteur

Courant résiduel du collecteur

Veg =-80V, Ig =0
Vep =-2V,Ig =0
VEg =-40V,Ic =0
VEp=-2V,Ic=0
Vg =-80V, VRg =1V
t; =90°C

Iceo
Iceo

Iepo
IEBO

ICEX

-0,5
_50
-0,5
-50
-3

mA
LA
mA
HA
mA

Tension de saturation
collecteur-émetteur

Tension base - émetteur

Potentiel flottant

Ic=-25A,1g =-2,5A
Ig =25A, Vg =0

Ig = 5A, Ve =0

VCB =-80V,Ig =0

-015
-1,2

-0,6
-0,2

< < < <

Rapport de transfert direct

du courant (gain statique)

Ig = 25A, VCB =0
Ig = 5A, Ve = 0

40

60

120

Caractéristiques dynamiques ('rj = 25°C)

Rapport de transfert direct du

courant (gain dynamique)

IC:-]A'VCE =-12V
f =100 KHz

Capacité de collecteur

Ve =-12V,Ig =0

Temps de réponse et de
croissance

Temps d'accumulation des
~ porteurs et de décroissance

Ic = - 25A, Ig = - 2A, Vcc=18Y] 1

Ic =«25A, VBE =6V, RBE =100

on

toff

25

75

& coMPELEC
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ADY26
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ADY26
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TRANSISTOR PNP

par alliage au germanium

AD2z12

Ce transistor qui est la version européenne du2N174est universellement utilisé pour tous usages industriels dans les
circuits a fort courant (20 A).

Disposition des électrodes
et encombrement

5
UL L
23 Ergot 5245

Emetteur

) Boitier JEDEC TO-36

! Collecteur relié au boftier

Collecteur \ T,
J | ms:08

13,

29

Poids : 25 g environ

1
15,5

Dimensions en millimetres Echelle 1/1
Valeurs limites d'utilisation Symboles Unités
Tension collecteur base : VeB - 80 \'%
Tension collecteur émetteur VCE - 60 \'%
Tension émetteur base VEB - 50 \
Courant créte de collecteur IcM «— -20___ 5] A
Courant continu de collecteur IC «—-15_ 3] A
Courant créte d'émetteur IEm «— 22 __ 1 A
Courant continu d'émetteur Ig l«—— 17 3] A
Courant créte de base Igm l«—-4 — 3] A
Courant continu de base Ig -2 3| A
Caractéristiques thermiques
Puissance de dissipation du collecteur (tegse < 45°C) PC Je— 45 ] W
Température de jonction t; —— 90 ] °C
Température de stockage tstg - 55a+75,) °C
Résistance thermique jonction-boitier Rtk —— 1 ] °C/W
18,rue d’Enghien,75 Paris 10:-FRANCE-Tél:(1)523 15-25 +
‘ CD M p E L E c TELEX : 28.302 COMPLEC-PARIS R. C. Seine 65 B 1604
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ADZ12

Coroct(efr|s'r;qie2ssosféx)f|ques Conditions de mesure Symboles min. | max. JUnités

am

Courant résiduel du collecteur Ve = -2V 'cBo 02 mA
Veg = -2V I -0,2 A

Courant résiduel d'émetteur EB EBO "
VEB:-SOV IEBO -8 mA

Potentiel flottant émetteur-base Veg = -80V,Ig =0 VEBII -1 \
Vceo =0, Ic=-1,2A VBE -0,7 \

Tension base-émetteur Vcg =0, Ic =-5A VBE -1,2 \%
Ve =0, Ic = -15A VBE -2 \

Rapport de transfert direct Veg =0, Ic = - 1,2A hote 40 120

du courant Veg =0, Ic=-5A hye 25

(goin sto'rique) VCB = 0, IC = - 15A h2]E 15

i i I~=-15A, 1 = G
Tension de’saturahon e . 1B Valeur a VCEsat 1 v
collecteur-émetteur laquelleI-=-16,5A et Vg =-2V

Caractéristiques dynamiques (tqmp = 25° C)

Fréquence de coupure

§ en base commune Veg =-12V. [ =14 Fhate 100 KHz
Ic
(A) HH
T 2O - [p=1,2 A [T
ENSCHH P A n Ic (max)
A “""l H T 5]
%\\op nass | j:'[O 54
=) mni . Caractéristique O
saus ?4]0’4 de rupture & ]
’“:::Mq VBE = 2V H
u T i
0,3A 1 !
T ﬁ 1
1 624 Aire de fonctionnement ’3\ \
4 o 1 &
-]' TT71T
| = 4
1A p
-Ig(A)
! . 10751051025 2 4 6 8 10|
Y ! } “Vee (V)3
sasses e By T sy B
- H H = i
.‘.VB'HY 2 (VI Eh e EaNRENRARE 0| I~
0 20 40 60 80 100
Veg (V)
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TRANSISTOR PNP

par alliage et diffusion au germanium

AF102

Transistor pour amplificateur VHF - oscillateur et convertisseur

Disposition des électrodes
et encombrement

max95,_min 37

= Poids

Mo =O
Hh]
1
PR
max 9l
QA

122
122
488

Dimensions en millimetres

Valeurs limites d'utilisation

Boftier JEDEC TO-7

: 1 g environ

(1) Connexion de blindage reliee au boitier

Symboles

Echelle 1/1

Unités

Tension collecteur base

Courant continu de collecteur
Courant continu d'émetteur

Courant inverse continu d'émetteur

\{dl:}

Caractéristiques thermiques

Puissance de dissipation du collecteur (t,,, < 45° C)

Température de jonction (régime permanent)

Température de jonction (régime intermittent : 200 heures)

Température de stockage
Résistance thermique jonction-air ambiant

& coMPELEC
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AF102

Caractéristiques statiques

(tomp = 25° O

Conditions de mesure

.} Unités

Tension claquage collecteur-base

Ic=-50u A Ig =0

Courant résiduel de collecteur

Ve = - 12V

Tension émetteur-base

Ig =-50uA, Ic=0

Tension base-émetteur

Ve =-12V, Ic= -1 mA

Courant continu de base

Ve =-12V, Ic= -1 mA

Caractéristiques dynamiques t51 = 25°C

Fréquence du rapport de transfert
unité de courant

Ve =-12V, I = 1 mA

Rapport de transfert direct du courant
(gain dynamique)

Vcg =-12V, Ic=-1mA
f=1KHz

Facteur de bruit

Vce=-12V,Ic=-1mA
f =200 MHz, Rg =30 Q2

Module de I'impédance de transfert
inverse de la tension

Capacité de réaction

Vep =-12V, Ig = 1mA

f =2 MHz

Vce =-12V, Ic=-1mA
f = 0,45 MHz

Conductance de sortie

Capacité de sortie

VCE=-12V,Ic=-1mA
f = 35MHz

Conductance d'entrée

Capacité d'entrée
Module de I'admittance

de transfert inverse de la tension

Angle de phase de |'admittance
de transfert inverse

Module de |'admittance
de transfert direct du courant

Angle de phase de |'admittance
de transfert direct

Conductance de sortie

Capacité de sortie

& coMPELEC
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VCB =12V
tamb = 25°C

&

$C.CG.26 566
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VOIR SCHEMA D'APPLICATION A LA FIN DU VOLUME
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TRANSISTOR PNP

par alliage et diffusion au germanium

AF118

Transistor présentant une haute fréquence de coupure et une tension de claquage élevée, deux performances essentielles
pour I'amplification vidéo d'un récepteur de télévision.

Disposition des électrodes
et encombrement

max 95, min 37, Boitier JEDEC TO-7

’c) - =“=—l ) Poids : 1 g environ

ot i ¢
5 %ﬁn g Eﬁ 1) Connexion de blindage
£ R 2

reliée au boltier

3
e S

Dimensions en millimetres Echelle 1/1

Valeurs limites d'utilisation Symboles

Tension collecteur émetteur

Courant continu de collecteur
Courant continu d'émetteur
Courant inverse continu d'émetteur
Courant continu de base

Courant inverse continu de base

Caractéristiques thermiques

Puissance de dissipation du collecteur (t, . = 25 Q) 375,

Température de jonction (régime permanent) ; «—— 75—
Température de jonction (régime intermittent : 200 heures max.) ; l«—— 90
Température de stockage e D55 a+ 75,
Résistance thermique jonction - air ambiant R 0,25 ___]
Résistance thermique jonction - air ambiant avec clip de refroidissement e« 0,12__,

18,rue d’Enghien,75 Paris 10:-FRANCE-Tél:(1)523 15-25 +
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AF118

Caractéristiques statiques
(tqmbq= 250 C) d Conditions de mesure Symboles in. X 1 unités

Tension de claquage Ie=- 1mA Ig =0 VCBO

collecteur-base Ie=- 50 A, Ig = 0 VCBO

Tension de claquage _ _
émetteur-base Ig=-30 pAIc=0 VEBO

Tension de claquage Ic =-0,5mA, Rgg = 100 Q2 VCER
collecteur-émetteur Ic = -30 mA, Rgg =100 Q VCER

Courant résiduel du collecteur VCB = ~0,5v Icgo

Tension base-émetteur VCE=-6V,Ic=-10mA VBE

IE = 10 mA, VCB =2V Ig
VCE = =6V, Ic = - 10 mA

Courant de base

Caractéristiques dynamiques (., = 25° C)

Module de ['admittance de Ig =10 mA, Vcg = - 6V
transfert direct du courant f=10,7 MHz

Module de I'impédance de transfert Vcg = -6V, Ig =10 mA

inverse de la tension f=2MHz

Fréquence du rapport de transfert
= _ = _ 6V

unité de courant Ic 10 mA, VcB 6

Ig = 10 mA, Vcg = -6V

f=10,7 MHz

Capacité de réaction

Caractéristiques de commutation

Temps de croissance deIlc = - 16 mA, Vcg = - 5V
Temps de décroissance alc =0, Vcg = - 40V

1) mesures effectuées en impulsions pour éviter une dissipatoin excessive,

& cCOMPELEC
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TRANSISTOR PNP

par alliage et diffusion au germanium

AF121

Ce ftransistor est spécialement congu pour équiper les amplificateurs de fréquence intermédiaire des récepteurs

de télévision.

Disposition des électrodes
et encombrement

195'._ max§8  min 137 Boftier JEDEC TO-72H
-~ 1) Connexion de blindage
p—oB :?T ‘___—1!'#:‘ reliée au bottier
C £l § ]; I Poids : 0,9 g environ
> £ "0439
max 5,8

Dimensions en millimetres

Yaleurs limites d'utilisation

Symboles

Echelle 1/1

Tension collecteur base
Tension collecteur émetteur
Tension émetteur base

Courant créte de collecteur
Courant continu de collecteur
Courant créte d'émetteur

Courant continu d'émetteur
Courant inverse continu d'émetteur

e}
VCE

Icm
Ic

Caractéristiques thermiques

Puissance de dissipation

Température de jonction (régime permanent)

Température de jonction (régime intermittent = 200 heures)
Température de stockage

Résistance thermique jonction - air ambiant

Résistance thermique jonction-air ambiant avec clip de refroidissement

Résistance thermique jonction-boitier

SC.CG-28 566

fle—135 )
e 75 %
90}
- 558475,

0,45 )]

0,32
0,22 |
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COMPELEQ |« o comscrm

R. C. Seine 65 B 1604
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Caractéristiques statiques
(fcmbq: 25 C) g Conditions de mesure in. . .| Unités

Courant résiduel de collecteur Ve =- 10V, Ig =0

VCE:' 10V, Ig =3 mA
VCEI—SV,IE=2mA

Tension base émetteur

Courant continu de base VCE =- 10V, IE =3 mA

Caractéristiques dynamiques (tamb = 250 C)

Fréquence de transition Vcg =- 10V, I = 3 mA

Capacité de réaction Vcg =- 10V, I = 1mA
f = 450 kHz

Paramétre y en émetteur commun : Vcg=-10V,I_= 3mA

f = 35 MHz E
Conductance d'entrée
Capacité d'entrée

Module de I'admittance de
transfert inverse de la tension

Angle de phase de I'admittance
de transfert inverse

Module de I'admittance de
transfert direct du courant

Angle de phase de I'admittance
de transfert direct

Conductance de sortie

Capacité de sortie

& COMPELEC
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AF124
TRANSISTORS PNP AF125
AF126
AF127

par alliage au germanium

Cette série de transistors est spécialement congue pour tous les amplificateurs de fréquence intermédiaire AM-FM-TV
des appareils radio et de télévision .

Disposition des électrodes

et encombrement

max 0,43

!
¥

Boftier JEDEC TO-72

1) Connexion de blindage reliée au boitier

3%
»_E

Poids : 0,45g. environ

mox53 |min127

Dimensions en millimetres Echelle 1/1

Valeurs limites d'utilisation Symboles | AF124 | AF125 | AF126 Unités
Tension collecteur base Vece -32 -32 -32 -32 \
Tension collecteur émetteur VCcE -32 -32 -32 -32 \
Courant continu de collecteur Ic =10 1 mA
Courant créte d'émetteur Ig PR | E— -
Courant inverse continu d'émetteur Ig -1 ] mA
Courant continu de base | 1| 1 1 mA

Caractéristiques thermiques

Puissance de dissipation du collecteur (tamb < 45°C) Pc < 60 o1 mW
Température de jonction (fonctionnement continu) t; < 75 ) °C
Température de jonction (durée totale max 200 heures) 4 < 0 ] °C
Température de stockage tstg < -55a+75 B} °C
Résistance thermique jonction-air ambiant Rih < 0,75 3 °C/mW
Résistance thermique jonction-boitier Rin < 04 ] °C/mW

C 18,rue d’Enghien,75 Paris 10:-FRANCE-Tél:(1)523 15-25 +

CE COMPELECE | e comcrms e
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Caractéristiques [ o i ocure |Symboles_AF124_| AF125 AF126 | AF127 0,
statiques tqmp, =25°C min |nom |max fmin | nom| max min | nom| maxg min | nom|maxg
Tension de claquage - 3 2l v
collecteur base Ig =0, Ic=-30uA VcBo -32 - B B
Courant résiduel de
collecteur Vep=-6V,Ig=0 IcBo H,2|-8 -1.2-8 -1,2|-8 -1.21-8 | 1A
Tension LS J
base-émetteur Ve =-6V, Ie=1mA| Vgg |210-2701-3304210/-2701-330}-210+-270 -330F—210—270 30 mV
Tension d'émetteur | IE=-50u A, Ic=0 VEB |-1}-1.5 -1}-1,5 -1F1,5 -1}1,5 v
Courant de base Vcg=-6V,Ig=1mA| Ig -7 [-25 -7 |-25 -7 |-25 -7 |-25fF uA
Caractéristiques dynamiques t = 25°C
Fréquence du rapport | o = gv,1c=1mA| £, 75 75 75 75 MHz
de transfert unité du
courant
Capacité de réaction | Vcp=-6V,Ig=1mA| Cy,, 15 15 1,5 15 pF

f=0,45MHz
Impédance intrinséque] Vg =-6V,Ig = 1mA 'lebl 20 25 27 35 Q
de base f= 2MHz
Rapport de transfert | Vep =-6V,Ig =1mA| hyq, 150 150 150 150
direct du courant f=1KHz
(gain dynamique)
Facteur de bruit Ve =-6V, Ig=1mA
f=100MHz, Rg=60Q| F 8 19,5 9,5 dB
Vcg=-6V,Ig=1mA
f=1MHz, Rg=500Q | F 1,5 3 1,5/ 3 1,5/3] dB
VCe=-6V,Ig=1mA
£=10,7MHz,Rg=200Q] F 3 3 14,5 dB
Facteur de bruit de Vcg=-6V]Ig=1mA
conversion f=1MHz, Rg =500 | Fc 315 315 315]) dB
Vcg =-6V,Ig=1mA
f=200KHz, Rg=2KQ | F¢ 4 |7 4 (7 4 |171] dB

COMPELEC




Caractéristiques dynamiques (t, 1 =25°C

Conditions de mesure

Unités

Symboles

Parameétres y en base commune (1)

Conductance d'entrée

Capacité d'entrée

Admittance de réaction

Angle de phase de 'admittance de réaction
Admittance de transfert

Angle de phase de |'admittance de transfert
Conductance de sortie

Capacité de sortie

Longueur des connexions Smm

Veg=-6V, IE=1mA, f=100MHz

o o

(p]zb 250 degré.
21 95 degré
922b 0,3 mA/V

1) Ces parametres s'appliquent aux types AF124 et AF125 seulement. Les parametres y en émetteur commun sont donnés

par les courbes.

Circuit de mesure du gain en puissance a 100MHz (AF124-AF125)

Re=60.00 1000 1000

Circuit de mesure du gain en puissance a 10,7 MHz (AF126)

g

Re=12000

-V

=47k 93
ex‘?'."!?‘k L EEE = JI;O gz
) € H % RE
o Hx
10 gz Yol
PF '53: <2 q
> 3 Tyl-‘ TyF
X

&l coMmPELEC
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O+

Rq est choisie de telle sorte que I'impédance totale
1 P

R du circuit accordé soit de 3,3 KQ

Pour le circuit ci-contre le gain en puissance a

f= 100MHz est : Gp =14dB (> 12,5dB)
Le gain en puissance est donné par la formule

" Vo2 Rg Vo2
Gp—v2 4o = 0073 G

= inductance L =0,5 uH, facteur de qualité Qo=100
L, = inductancel =2 47/1.H, facteur de qualité Qo= 100
= résistance de la source
= résistance totale de collecteur = 4,8K ()

G‘p =25dB (> 19dB)
le gain en puissance est donné par la formule

_ V2 Rc _ Vo2
G=viz- 4R "% V.7

1 = inductance L = 625 uH, facteur de qualité
sans charge Qg = 140

L2 = inductance L = 625 uH, facteur de qualité
sans charge Q, = 140
Rg = résistance de Io source
RL = résistance totale de collecteur = 20K 2
Gp = 42 dB (> 40dB)

le gain ep puissance est donné gar la formule :

Gp=v% . 4 RF =094 ¥o¢
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TRANSISTOR PNP

"mesa’ au germanium

AF139

Ce transistor est spécialement congu et universellement adopté pour équiper les tuners UHF de télévision pour les

étages amplificateurs et mélangeurs.

Disposition des électrodes
et encombrement

Dimensions en millimetres

Boftier JEDEC TO-72

1) Connexion de blindage
reliée au boftier

©
¢\
<
o]
S
8 —i—
f= i . .
" |max 5,33 min 127 Poids : 0,45 g environ

Echelle 1/1

Valeurs limites d'utilisation Symboles Unités
Tension collecteur base VcBo -2 \'
Tension collecteur émetteur VCEO -15 \'
Tension émetteur base VEBO -0,3 \
Courant créte de collecteur Iem l——~ 10— 31 mA
Courant continu de collecteur IC le——— 10 — ] mA
A |

Caractéristiques thermiques

| Puissance de dissipation (t,.1, = 45° C) Piot le—— 60 o8 mW
Température de jonction ' t < 90___ 1 °C
Température de stockage tstg = 30a+75_] °C
Résistance thermique jonction -air ambiant Rih 0,753 °C/mW
Résistance thermique jonction - boitier

& coMPELEC

SC.CG.30766

18,rue d’Enghien, 75 Paris 10:-FRANCE-Tél: (1) 523 15-25 +

R. C. Seine 65 B 1604

TELEX : 28.302 COMPLEC-PARIS



AF139

Caractéristiques statiques ,
(t. =q25o Q) d Conditions de mesure Symboles [min. ) .| Unités
)

IE =0, VCB = .20V ICBO
IB = 0, VCE =115V ICEO
Courant résiduel de |'émetteur Ic=0, VEg =-0,3V

Courant résiduel du collecteur

Ig=15mA, Vcg = - 12V
Courant continu de base Ig=2mA, Vcg = - 6V
Ig =5mA, Vcg = - 6V

Ig = 1,5 mA, VCB = .12V
Tension émetteur base Ig =2mA, Vcg = - 6V
I = 5mA, VCB: -6V

Caractéristiques dynamiques (’r]~ =250 C)

Ic=-15mA, Vcg = - 12V
f = 450 KHz

Capacité de réaction

Parametres y : Ig=15mA, Vcg =- 12V
f = 800 MHz

Conductance d'entrée
Capacité d'entrée
Susceptance d'entrée

Admittance de transfert l |
inverse de la tension Y 12b

Angle de phase de I'admittance
i P12b
de transfert inverse

Admittance de transfert direct
du courant |y2“>l

Angle de phase de I'admittance

'
de transfert direct 21b

Conductance de sortie g 2%
Capacité de sortie Con

Gain de puissance Gp

Gp

Ig = 1,5 mA, VCB =
Facteur de bruit F = 800 MHz
F = 860 MHz

Fréquence de transition Ic=-1,5mA, Vcg =

Ig = 1,5mA, Vg =
f=2,5MHz

Constante de temps caractéristique

& coMPELEC
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AF139
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TRANSISTOR PNP

par alliage et diffusion au germanium

AF178

Transistor VHF (jusqu'a 260 MHz) a faible bruit et grand gain pour amplificateur,oscillateur etc ...

Disposition des électrodes
et encombrement

°+0‘~8)b5° | moxO,l&S\‘ o
Sz J e ; Boftier JEDEC TO-12
S0 S 19 2 R R
b- _87))“’9 x % S) Connexion de blindage

- o g‘ E reliée au boftier

>

cE3 'noxG,Gl min12,7 Poids : 0,9 g environ

Dimensions en millimétres Echelle 1/1
'Valeurs limites d'utilisation Symboles Unités
Tension collecteur base Vee =25 \'
Courant continu de collecteur i Ic  e—— 10 o mA
Courant inverse continu d'émetteur -IE 1 mA
Courant continu de base _ Ig | o mA
"
Caractéristiques thermiques
Puissance de dissipation (tamb = 45° C) Piot ¢« 75 of MW
Température de jonction (régime permanent) 4 . 75 o °C
Température de jonction (régime intermittent : 200 heures max.) t < 90 o °C
Température de stockage tstg =550 175} °C
Résistance thermique jonction -air ambiant Rih e 0,6 3 °C/mW
18,rue d’Enghien, 75 Paris 10:-FRANCE-Tél :(1)523 15-25 +
co M p E L E c TELEX : 28.302 COMPLEC-PARIS R.C. Seine 65 B 1604
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AF178

Caractéristiques statiques ,
(fomqu 250 C) d Conditions de mesure Symboles [min. . .J Unités

Tension de claquage émetteur base Ig =- 0 uA, 1c=0 VEBO

Vep =- 12V, I = I
Courant résiduel du collecteur cB 12V, 1g =0 CcBO
Vcg =-25V, Ig =0 IcBO

Courant continu de base Vep =- 12V, Ic=-1mA Ig

Tension base émetteur Ve =- 12V, Ic=- 1 mA VBE

Caractéristiques dynamiques (t, 1 = 25 C)

Rapport de transfert direct Vce =- 12V, Ic=- 1 mA
du courant (gain dynamique) f=1kHz

Fréquence du rapport de transfert
Vg =-12V =1mA
unité de courant CB i m

Module de |'impédance de transfert Veg =- 12V, Ig = 1 mA
inverse de la tension f=2MHz

Veg =- 12V, Ic=-TmA
f = 0,45 MHz

Capacité de réaction

Vce =- 12V, Ic=-1mA
f =200 MHz, R5=300

Facteur de bruit

f = 200 MHz

Gain en puissance e )
(voir figure ci-dessous)

R, est choisie de telle sorte que |'impédance
R du circuit accordé soit de 2K(2
Le gain en puissance est défini comme :
Vo2 4R Vo2
= VO . G =0,06 o
j2 RL Vj2

Gp

& coMPELEC |




:‘)Cl 1b Mesures effectuées avec des connexions de 3 mm
(mA/ V) 30— 'admittance d'entrée est pratiquement indépendante de _—
la tension Vg au-dessus de la tension de saturation.
TR o= 120
H g 19
10H¢, 2 e
b4 C \"J]
TN
0 ia8s a= 35 MHZ]
£} b= 60 MH z]
A VA ic =100 MHz{
{ d.zooMng
ol G4 2
=20 ! Al
H ‘. e
T
(- T
1 T aj
-40 RS
a4 L2 ced
I
o
=y Eac]
-60
:
0 20 40 60 80 100 120 40
9y1p (MA/V)
Mesures effectuées avec des connexions de 3 mm
l'admittance de transfert direct du courant est pratiquement
indépendante de la tension de saturation.
VCB ==12V
tamb = 250C

7, —
0

AN
S NN
] s
160 KX Vet a0oMHz || ||| ,
100 60 60 40 20 0 20 40 60 80 100
[a1p|(mA/ V)
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wc

22b
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t 25°C]
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5 s
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/,4
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1, ” 7
1 DONH gl A
e S X
L e e
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TRANSISTOR PNP

par alliage et diffusion au germanium

AF179

Transistor spécialement destiné aux amplificateurs de fréquence intermédiaire dans les récepteurs de télévision.

Disposition des électrodes
et encombrement

&®

<;‘9 Ry ’ max0,48 : -~

€ % 13 g AV Boitier JEDEC TO-12
\'\?})B 5 o S) Connexion de blindage

= £ 2 E i reliée au boftier

o

£ mx8,§Lmln12,7 Poids : 0,9 g environ

Dimensions en millimetres Echelle 1/1

Valeurs Limites d'utilisation Symboles Unités

Tension collecteur base VCBO
Tension collecteur émetteur VCER

Courant créte de collecteur
Courant continu de collecteur

Courant inverse continu d'émetteur

Caractéristiques thermiques

Puissance de dissipation (tqqp = 45° C) 180
Température de jonction (régime permanent) ; e 80 — )

Température de jonction (régime intermittent) : «— 90 !
Température de stockage le—— 65 a + 804

Résistance thermique jonction -air ambiant e 0,37 ]
Résistance thermique jonction -boitier —— 0,17
Résistance thermique jonction -air ambiant avec
clip de refroidissement le— 0,25

5 ; 18,rue d’Enghien, 75 Paris 10:-FRANCE-Tél : (1) 523 15-25 +

COMBPELEQDC |« o comcms 0. Saine 85 8 104

$G-CG-32 566




AF179

Caractéristiques statiques

(fdmb = 250 C)

Conditions de mesure

Symboles

Unités

Courant résiduel de collecteur

IE =0, VCB =. v
Ig =0, Veg =- 10V 1 =75 C

Iceo
Ico

Courant continu de base

Ic=-3mA, Vcg = - 10V

I

Tension base émetteur

Ic=-3mA, VCE = - 10V

Caractéristiques dynamiques

Capacité de réaction

Ic=-1mA, Vg = - 10V
f = 0,45 MHz

Fréquence de transition

IC: -3 mA, VCE =. 10V

Parametres y :
Conductance d'entrée
Capacité d'entree

Module de I'admittance de

transfert inverse de la tension

Angle de phase de I'admittance

de transfert inverse

Module de I'admittance de

transfert direct du courant

Angle de phase de |'admittance
de transfert direct

Conductance de sortie

Capacité de sortie

& coMPELEC
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TRANSISTOR PNP

par alliage el diffusion au germanium

AF181

Ce transistor d'amplification de fréquence intermédiaire pour télévision a une caractéristique de gain dynamique qui
le prédispose a équiper les étages Fl a gains controlés.

Disposition des électrodes
et encombrement

max0,48 I

T~
L\ Boitier JEDEC TO-12

0
) .
E: S) Connexion de blindage
E reliée au boitier
max6,6| min12,7 Poids : 0,9 g environ
Dimensions en millimetres Echelle 1/1

Valeurs limites d'utilisation Symboles Unités

Tension collecteur base VcBo
Tension collecteur émetteur VCER
Tension émetteur base VEBO

Courant créte de collecteur Icm
Courant continu de collecteur Ic
Courant inverse de créte d'émetteur -1Igm

Courant inverse continu d'émetteur

Caracteristiques thermiques

Puissance de dissipation e 156 )|
Température de jonction régime permanent ; l—— 75 — )
Température de jonction régime intermittent (200 heures max.) ; —— 90 —
Température de stockage le— 55 a + 75

Résistance thermique jonction -air ambiant le— 0,32

Résistance thermique jonction -boitier —— 0,]4__H

5 E 18,rue d’Enghien, 75 Paris 10<-FRANCE-Tél :(1)523 15-25 +

COMBPELEQRC |« o comcms ——
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AF181

Caractéristi tati
arac erl. —_l_queos Sratiques Conditions de mesure Symboles [min. . J Unités
('r’ 250 Q)

Courant résiduel de collecteur ' i 0. Ves i - lov — 78 'CBO
IE = 0, VCB = - ]OV, fj =75 C ICBO

Ig =3mA, Vcg = - 10V Ig
Ig = 10 mA, Vcg = - 6V Ig

Courant continu de base

Tension base émetteur Ic=-3mA, Vcg =- 10V

Caractéristiques dynamiques (t’- =250 Q)

Capacité de réaction Ic=- 1 mA, Vcg = - 10V,f=450KHz

Fréquence de transition Ic=- 3 mA, Ve =- 10v

Parameétres y : IC’—‘ -3 mA, Vcg = - 10V ,f=35MHz
Conductcnce d'entrée
Capacité d'entrée

Module de I'admittance de transfert

inverse de la tension

Angle de phase de I'admittance
de transfert inverse

Module de |'admittance de transfert
direct du courant

Angle de phase de |'admittance

de transfert direct
Conductance de sortie

Capacité de sortie

VBB = . 1,4V, tdmb =45 C
Gain en puissance Ve = - 3,6V, tqmb = 45° C

(voir schéma)

Gamme de contrdle du gain

& coMPELEC |




AF181

Gp tl}
9B o0 T R =7501
V) EENGH G-
Circuit de mesure du 80HHH
gain en puissance 1
' 20
56.0, 60 X
1
RS= 0 1
504 X
o——JzLFl 40 ¥
1
-20
1
Z5 =100 Q résistifs 20 ;
ZC =2,5 kQ (accordé) -40 G
BN
0 H
0 2 4 6 -20 [ 20 40
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TRANSISTOR PNP

par alliage et diffusion au germanium

AF185

Transistor pour amplificateur de fréquence intermédiaire pour récepteurs a modulation de fréquence. Faible facteur
de bruit. Faible courant de fuite.

Disposition des électrodes
et encombrement

“ I
éc’L“"QI max0,48 .

WS - "
AN v L N Bofrier JEDEC T0-12
E A‘ﬁ?});‘c”: g t S) Connexion de blindage
- oo g\ Ey reliée au boitier
EE; maxG,Gl min12,7 Poids : 0,9 g environ

Dimensions en millimetres Echelle 1/1

Valeurs limites d'utilisation

Tension collecteur base
Tension collecteur émetteur

Courant continu de collecteur
Courant inverse de créte d'émetteur
Courant inverse continu d'émetteur

Courant continu de base

Caractéristiques thermiques

Puissance de dissipation le—— 120 —»}

Température de jonction (régime permanent) «—— 90

Température de jonction (régime intermittent = 200 heures max.)
Température de stockage le=55a + 100,

100 )

Résistance thermique jonction - air ambiant l«—— 0,45 ]

5 % 18,rue d’Enghien, 75 Paris 10:-FRANCE-Tél:(1)523 15-25 +
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“AF185

Caractéristiques statiques

(meb = 250 C)

Conditions de mesure

Courant résiduel du collecteur

VCB = - IOV, IE =0

Courant continu de base

Tension base émetteur

Ig =1mA, VCB=- 10V

Tension émetteur base

Ig=-50 pA, Ic=0
Ig=-1mA, Ic=0

Caractéristiques dynamiques (t5,, = 25° C)

Fréquence du rapport de transfert

unité de courant

Vcg = - 10V, Ic=- 1 mA

Facteur de bruit

Veg =- 10V, Ic=- 1 mA
f =0,2 MHz, Rg = 2000
f =1MHz, Ry=2000
f = 1MHz, Rg= 500

f =10,7 MHz, R, = 30000

Facteur de bruit de conversion

VeE =- 10V, Ic=- 1 mA
f =0,2 MHz, R = 5000
f = 1MHz, R= 3000

Résistance d'entrée

IC=- 1 mA, VCE = .10V
f = 35MHz

Capacité de réaction

& coMPELEC
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TRANSISTOR PNP

par alliage et diffusion au germanium

Transistor VHF pour signaux forts. Applications professionnelles.

Disposition des électrodes
et encombrement

. (o]
max66 min 13 3. Boftier JEDEC T0-39
"——7’[“—J S (Collecteur relié au boitier)

=il=’ & Poids : 0,9 g environ

== /

max9,4
max8,5

i

Dimensions en millimetres Echelle 1/1

Valeurs limites d'utilisation Symboles Unités

Tension collecteur base VCB
Tension collecteur émetteur VCE

Courant créte de collécteur Icm
Courant continu de collecteur IC
Courant créte d'émetteur IEM
Courant continu d'émetteur Ig
Courant inverse créte d'émetteur IEM
Courant inverse continu d'émetteur Ig

Caractéristiques thermiques

Puissance de dissipation l«—— 800
Température de jonction (régime permanent) : J———9

Température de jonction (régime intermittent = 200 heures) : le—— 100,

Température de stockage -5 a+ 90,

Résistance thermique jonction - air ambiant
Résistance thermique jonction - air ambiant
avec radiateur d'au moins 12,5 cm2

Résistance thermique jonction - boitier

5 : 18,rue d’Enghien,75 Paris 10<-FRANCE-Tél:(1) 523 15-25 +
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AFY19

Caractéristiques statiques : ;
fqmqu 50 C) d Conditions de mesure Symboles |min. . J Unités

VCB = - IOV, IE =0 ICBO /LA
VCB = -32v, Ig = 0 Iero mA

Courant résiduel du collecteur

Courant résiduel d'émetteur VEg =0,5V, I-= 0 IEBO

Ig =100 mA, Vcg =- 2V Ig
Ig =80 mA, Vcg = - 12V Ig

Courant continu de base

Tension de saturation I_=-300 mA, Ig =~ 20 mA

collecteur-émetteur C

Caractéristiques dynamiques (tqp = 25° C)

Fréquence du rapport de transfert IE = 100 mA, VCR = -5V

unité de courant

Ig = 100 mA, VCB = .5V
f = 100 MHz

Résistance d'entrée

Vecg =-10V,Ig =0
f=0,5MHz

Capacité de collecteur

& COMPELEC |
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ASY76
TRANSISTORS PNP ASY77

par alliage au germanium ASY80

Cette série de transistors trouve son emploi dans la commutation lente a niveau moyen. Elle est remarquable par
sa grande robustesse aux surcharges de courant.

Disposition des électrodes

et encombrement

max66.min38 3 Boitier JEDEC TO-5
N IPN '—ﬁ]'l—:l % base reliée au boitier
% ‘g :::’l:n _T Poids : 0,9 g environ
Dimensions en millimetres Echelle 1/1
I Valeurs limites d'utilisation Symboles [ ASY76 | ASY77 Unités
Tension collecteur base Vee -40 -60
Tension collecteur émetteur VCE -32 -60
Tension émetteur base VEB -10 -10
Courant créte de collecteur Icm -1
Courant continu de collecteur Ic «—— =500,
Courant créte d'émetteur IEM 1,2 ]
Courant continu d'émetteur Ig «— 540 ]
Courant créte de base Ism e« —200 ]
Courant continu de base Ig le——— 40
r
Caracteristiques thermiques
Puissance de dissipation (fomb =250 Q) Prot le—— 500
Température de jonction t; l«— 85
Température de stockage tstg ¢« -65a+85
Résistance thermique jonction - air ambiant Rth e 0,25
Résistance thermique jonction - air ambiant (transistor monté R 0.12
sur refroidisseur de 12,5 cm2) th !
Résistance thermique jonction - boftier Rih 0,075
— - _

C 18,rue d’Enghien, 75 Paris 10:-FRANCE-Tél :(1)523 15-25 +
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Caractéristiques . ASY76 ASY77 ASY80 .,
statiques (t. =25 C) Conditions de mesure Symboles§— - - Unités
j min.|nom]! max.Jmin.|nom max.|min.[nom.|max.
Tension de
claquage _ _
collectour. Vg =0,6V, I-=-600mA | Vcgy 321 v
émetteur
Ig=0, Vcg = - 10V Iceo -4,5| -10 -4,5 -10 -4,5(-10 WwA
Ig =0, Vcg = - 40V IcBo -40 -40 wA
Ig =0, Vcpg = - 60V IcRo -40 MA
Courant résiduel | Vcg =-30V, VB =0,5V | IcEx -30 =30 oA
de collecteur VCcE =-60V, VR = 0,5V | IcEx -30 A
XC:E 630-30\/, VBE =0V | 1epy -200 -2000 1A
JcE = oV, v 0,5v
v =-6 ] =Y, 1]
‘er=E60° C BE IcEX -200 LA
Courant résiduel
d'émetteur I-=0, V‘BE =10V IERO -20 -20 201 nA
VcB = -6V, IE = 10 mA I -220 -220 LA
Courant de base Vcg =0, IE = 50 mA IB -300 -820] wA
Vcg =0, Ig = 300 mA Ig -2,3 -11,5)-2,3 -11.5 =591 mA
Tension _ _
base émetteur Vce =0, Ig = 300 mA VBE -420-750 -420(-750 -420-7500 mV
Potentiel flottant | Veg = -40V, Ig =0 VEBfI 300 300 mV
émetteur-base Vecg = -60V, Ig =0 VEB{ 300 mV
Tension de
saturation Ie= -300 mA, Ig = - 12 mA] VCEsat -300 -300 mV
collecteur- IC =-300mA, Ig =-6mA | VCEsat -400] mV
émetteur
Caractéristiques dynamiques (t; = 25 C)
Fréquencede |y — _sv,1.=-T0mA | ¢ 500 500 700 KH
transition CE~ -2V ic—-"%m T z
: . Ver = -2V, I = 0,5 mA
CB = !
Facteur de bruit B 200 Hz, Ry, = 5000 F 15 15 15 dB
Capacité de _ _
collecteur f=1MHz, Vcg = -5V Ce 40 | 60 40 | 60 40 | 60 pF
Capacité _ _
4 émetteor f=1MHz, Vgg = -5V Ce 30| 50 30 | 5 30 | 50 pF
Module de
I'impédance de f=0,5MHz, Veg = -5V
transfert inverse | Ig = 1 mA |Z‘2b| 75 75 75 2
de la tension
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| ASZ15
TRANSISTORS PNP ASZ216

par alliage au germanium ASZ17

ASZ18

Ces transistors de classe industrielle qui sont employés en commutation de courants forts et amplificateur de puissance
peuvent étre fournis appariés.

Disposition des électrodes

et encombrement

315 -
s max 26,2
(137
—I.g \ G
o) Boftier JEDEC TO 3
g § L Collecteur relié au boftier
AN Nl =y Poids : 21 g. environ
S8 5 o6 2t
[R3I¢)] ;
E | B
y
] ' =4 (¢
max13: max7 le— ]
10,9

Echelle 1/1
Dimensions en millimetres

Valeurs limites d'utilisation

Tension collecteur base
Tension collecteur émetteur
Tension émetteur base

Courant créte de collecteur
Courant continu de collecteur
Courant créte d'émetteur
Courant continu d'émetteur
Courant créte de base

>>>>>> <<<

Courant continu de base

Caractéristiques thermiques

Puissance de dissipation (tcase < 45°C) <

Température de jonction service continu ; < 90
Température de jonction service intermittent (200 heures) - @ 100
Température de stockage

Résistance thermique jonction radiateur, le transistor
étant monté avec un appui en plomb de Immet un isolant de 05
mica < '

Résistance thermique jonction -boitier : 1,5

Résistance thermique boftier -radiateur sans isolant < 0,2

>

e -65a+9%0

( ) 18,rue d’Enghien, 75 Paris 10:-FRANCE-Tél : (1) 523 15-25 +
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s . . . S ] s
Caractensf_l_que: statiques Conditions de mesure Symboles ASZ15 - ASZ16 - ASZ17 - ASZ18 Unités
t = 25°C min.|nom] maxAmin} nom| max§minjnom,| max}min|nom} max{
Courant résiduel de Vep=-0,5V Icgo 0,1 0,1 0,1 0,1] mA
collecteur Vce= Vcpo max Icpo 3 3 3 3 mA
Vg =-100V, +. =100°C Iceo 30 30 mA
Vcg=-60V, = 100°C Icgo 30 30 mA
Courant résiduel de Ic=0, VEg =-40V IERO -3 -3] mA
collecteur Ic=0, VEg=-20V IEBO -3 -3 mA
Tension de saturation Ic=-10A,Ig=-1A VCEsat -04 -0,4 -0,4 -0,4 v
collecteur - émetteur
Tension de saturation Ic=-10A,1g=-1A VBEsat -1,4 -1,4 -1,4 -1,4 v
émetteur base
Potentiel flottant Ig =0, toqge =100°C
émetteur - base Ve =-60V VEB#I -0,5 -0,5y V
VCB=_48V VEBH -0,5 -0,5 v
Courant de base Vep=0,Ig=1A Ig 175 -50 }-7,2 -21,54-13 -38 1-9 =33 mA
Vep=0, Ig=6A Ig 190 -375§73 165 §-130 -285§-90 -2851 mA
f Tension émetteur base Ve =0, I[g =6A VEB 0,6 1,6 1,404 1,4 1,6 v
Rapport de transfert Vee=-1V,1c=-1A hoie |20 -55 J-45|  |-130}-25 -75]-30| |-110)
direct du courant Vce=-1V,Ic=-6A hy g 15 -30 |-35 -80 J-20 -45 J-20 -65
(gain statique)
Rapport des gains Ic=-03A hz1E1 1,25 1,25 1,25 1,25
statiques de 2 transistors h21 E2
appariés Ic=-6A _21E1 1,25 1,25 1,25 1,25
ha1e2
Caractéristiques dynamiques (ij = 25°C)
Fréquence de transition Vce=-5V,Ic=-1A fr 200 250 220 220 KHz
Capacité de collecteur Ve =-5V,Ig=0,f=500KHz] C. 190 190 190 190 pF
Capacité d'émetteur VEp=-5V,Ic=0,f=500KHz] C, 150 150 150 150 pF
Caractéristiques dynamiques (1j = 25°C)
Circuit I
Temps de réponse Rp=100,R=2200, R =12Q | 14 2 2 2 2 ©s
Temps de croissance t, 25 25 25 25 ) ps
. . ASZ‘SIB=-75 mA
Temps d*'accumulation des ASZ16: Ig=-35 mAZIC =_1A] ts 10 10 10 10 Us
porteurs ASZ17 : IB =_60 mA>
Temps de décroissance ASZ18:1g=-50 mA t 20 20 20 200 us
Circuit I
Temps de réponse Rp=18, Ry =13Q, R =1,2Q] 4 1 1 1 1 us
Temps de croissance t, 20 20 20 20§ s
Temps d'accumulation :2%}2 ;B f' (])’:635:> , 5 5 5 15| e
d rt g == = s
°8 poreurs ASZ17:15 =- 1A (C=-10A
Temps de décroissance ASZ18:1g =-1A tf 35 35 35 35| us

&
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R Ie,

Ves

impul sion :Vgg =2V

inverse tp =45ms
tr < 5us
tf < Sus
f -20‘HZ

- Circuit de mesure des temps de I
commutation
Ic ] e
(A) (A)
158
" 4 =25 5 4 =25%C
~Veg=1V —ee=1V
P nom imax 2 nom
SR , SR
B i
"‘ "
yd 4
5 7 5 k4
i/ >
.4 v
2 7
% 05 7 15 2 % 05 i 5
VBE(V) ’ VBE(V)
R
h th Ry, = résistance thermique entre le
21E as! (oC/W) radiateur et l'air ambiant en
oE convection naturelle ~radiateur
) 6 en cuivre de 2mm,en aluminium
tj 25 de 3mm, monté verticalement
= \
Vee= IV
1
I~ &
T3%] N
LN
FRRZ , N
TT N =
-~
) SN ~ brlllqnt
3 2 - T L]
noirey
% 2 4 3 ] 10 2 % 100 200 300 %00 500
Ic (A) Surface du radiateur (cm2)
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TRANSISTORS PNP

par alliage et diffusion au germanium

AU103
AU104

Transistors spécialement prévus pour I'équipement des circuits de balayage ligne de téléviseurs,

Disposition des électrodes

et encombrement

|
max 9,5 max13

169

301

max 395
max 20,3
1

Dimensions en millimetres

* Boftier JEDEC TO-3
Collecteur relié au boitier

t Poids :

21 g environ

Echelle 1/1

Valeurs limites d'utilisation Symboles | AU103 | AU104 | Unités
Tension collecteur-base VcBo - 155 ] - 185 \'
Tension collecteur-émetteur VCEX - 155 | - 185 \'
Tension émetteur-base VEB -4 -4 \'%
Courant créte de collecteur IcM - 10 -12 A
Courant continu de collecteur Ic -10 - 12 A
Courant créte d'émetteur IEM 12,5 15,5 A
Courant continu d'émetteur I 12,5 14,5 A
Courant créte de base IBM - 25] -35 A
Courant continu de base Ig -2,5 ~-2,5 A
Courant inverse créte de base IBM 2,5 3 A
Courant inverse continu de base I 0,1 0,1 A
Caractéristiques thermiques
Puissance de dissipation (t.gse < 77,5° C) Prot o | s W
Température de jonction (régime permanent) t e——90—p] °C
Température de jonction (régime intermittent) t e 100 — ] ©°C
Température de stockage tstg e =55a+90_,] °C
Résistance thermique jonction - boitier Rih e 1,51 °C/W
Résistance thermique boitier -radiateur Rih —0,2_____ 8 °C/W
I Résistance thermique boitier -radiateur avec rondelle de mica Ry » 0,5 oC/W

& cCOMPELEC
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C rist :
°r°c'e(r,'.5='q§’5eos é;ohques Conditions de mesure Symboles - AU103 - AU104 Unités
) min. | nom.| max. fmin. | nom.| max.
Tension de claquage Vae = 1V vV -155 -185 vV
collecteur-émetteur BE CEX
Tension de claquage _ _
émetteur-base Ic =0, 1g =- 100 mA V(BR)EBO| -4 -4 v
Courant résiduel iE z 8' \\;CB z xCB ::’; IcBo -10 =10} mA
du collecteur = ]OIO° %B cB ! Icro -60 -601 mA
Tension de saturation Ic == 10A, Ig =-0,8A VCEsat -0,7 085 \J
collecteur-émetteur Ic =-12A,1g =—~1,3A VCEsat -07 ’ v
Tension de saturation _ _
metteur-base Ic == 12A,1g == 1,3A VBEsat -0,85 \"
I~ = - 10A, Vg = 0,5V \Y% -0,75 0,75 \
. . C ’ CB ’ BE /] f;
Tension base-émetteur Ic =-12A, Veg = = IV VBE 095] v
Rapport de transfert Ic=-10A, Vcg = -1V ho1e 15 15
direct du courant Ic=-12A, Vcg=-1V hote 14
Caractéristiques dynamiques (tj = 25° C)
Fréquence de transition Ic =-0,5A, Vcg = -2V fr 15 15 MHz
Caractéristiques de commutation
Temps d'accumulation Ic = 10A, lorsqu'on
des porteurs commute de Ig = — 0,8A ts 3 us
Temps de décroissance a VBg = 4V tf 17 s
Temps d'accumulation Ic = 12A, lorsqu'on ' 3 s
des porteurs commute de Ig = — 1,3A oy 18 s
Temps de décroissance aVgg = 4V f '
|
IC ! 10%
Sms
4V —— ///,
o L. —t 0 1s tt @I" ==t
<« Ip bt
Circuit de mesure *CT‘OpsSignal d'entrée t=0 Signal de sortie
t=0
AU103 AU104
Vs 8V 10V
Ig -0,8A -1,3A
Ic 10 A 12 A

COMPELEC




AU103

AU104
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AU103
AU104

Iero Bin
(mA) 100 g , (ec/w) I I
e e e e
H U O L
Rth = résistance thermique radiateur
[ ] . air-ambiant pour des radiateurs|
1 max |/ r de cuivre de 2 mm d'épaisseur,
ou d'aluminium de 3 mm,
1 / 2 montés verticalement.
20 1 Pe nom)/ "
i L ﬂ n
8 i _LL =11 / B
10 H A c 8
sH H
[ / i 6
1 ) g
2 H k/ N
i L i
1H g 4 >
H 2 E surface
[ = brillante
9% AU103: Vo= - 155 V] L
1 AU104: V. p= - 185V 2 surface —
noircie
L H =
92 H -
[ 5
o1 0 200 300 200
0 20 40 60 80 100 0 100
t surface du radiateur (cm2)
j(ec) ~une seule face =
PtOt v—rlrl||x||l||l||||\ll‘|’ll|||||l|lA 103 ptOt ‘S:EIWI 1 :NJ T H *AU]O“
H Y T -1
(w) .Mﬂth ~ résistance thermique AO1OS) ) N Foo &";‘%xﬂl e
[ (boftier - radiateur + radiateur-air ambiant) N7 H 11 V= “01:
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AU103
AU104

tj (°C)

tj(eC)
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TRANSISTOR PNP

par alliage et diffusion au germanium

AUY10

Transistor de commutation rapide pour courants forts,

Disposition des électrodes

et encombrement
max 26,2

|-
max 9,5 Imax13 l
1
N
® ol Bofitier JEDEC TO-3
- oy
=) (;é ‘g = Collecteur relié au boitier
E t ids i
E B L Poids : 21 g environ
St
L
1 870
109 315
Dimensions en millimétres Echelle 1/1

VYaleurs limites d'utilisation

Tension collecteur base
Tension collecteur émetteur (VRE > 0,2 V)
Tension émetteur base

Courant continu de collecteur

Courant continu d'émetteur

Courant inverse d'émetteur

Courant crete de base

Courant continu de base (+ = 20 ms max.)

Caractéristiques thermiques

Puissance de dissipation (tcase = 50°C)

Température de jonction

Température de stockage

Résistance thermique jonction - boitier

Résistance thermique entre le radiateur thermique et le fond

du boitier, le transistor étant monté avec |'appui en plomb et

I'isolant de mica

C 18,rue d’Enghien, 75 Paris 10:-FRANCE-Tél : (1)523 15-25 +
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AUY10

Caractéristiques statiques Conditions de mesure Symboles | min. | nom.| max.] Unités
Tension de claquage Ic = -3 mA, Ig = 0, tease = 60°C VCBO -70 \%
collecteur base
Tension de claquage Ig = -1 mA, Ic = 0, tease = 60°C VEBO -1,5 \
émetteur base :

Courant résiduel du collecteur VCE =-60V, VBE =1V, tease = 60°C ICEX -1 mA
VCE = —60V,RBE: 56 Q, fcose = 60°C ICER —2 mA
VCE =-60V, Ve =1V, tase = 60°C IREx -1 mA
Tension émetteur base Ig = 600 mA, VCB =-10V, tegse™ 60°C VEB 0,1 \
I =600mA,VCB=—]0V, fcase=25°C VEB 0,45 \%
Courant continu de base IE = 600 mA, VCB =-30V, ty = 75°C IB 6 mA
IE :600mA, VCB:_]OVIfCOSe:25°C —IB ]5 mA
Caracteéristiques dynamiques
.Fréquence du rapport de transfert Ig = 300 mA, VCB =-10V fy 60 120 MHz
unité de courant
Capacité de collecteur VCB =-10V, Ig = 0 Cc 85 pF
VCB =-60V, Ig = 0 Cc 45 pF
Caractéristiques de commutation
Temps de réponse ty 0,2 s
Temps de croissance Voir figure t 0,2 s
Temps de décroissance te 0,2 7
Q0% s __OL‘_E’____.#‘Z?P et
0% —_———— -
Re= 9100 ! | |
WA o= vt |
i o |
3 |
: \ |
A . %
g ' 60vE2%
V;z § 50Vi‘ 2% 1475mA:97(0)z:
k i—
0 Vi

904L

b WM —————————0+ 6+ 2%
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Z N

1000 Ie(mA)
|
1
T
oV
T H VCBZ, 0
—Ves
E(mV)
1T
17
1
17
1T
e
Ie
(mA) I = région de fonctionnement en courant
continu admissible jusqu'a tj =750C
Il = régionadditionnelle de fonctionnement
en impulsions admissibles si la durée
de 1'impulsion £ 10 [Lsec. et § < 25 9%,
700
1
1]
600 T+ 1
1
500
T
\
400 |
]|
\ }
!
300+ 1
200 \\
100
Ty
=
% 20 60
VesW)
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10,

4 11 T 3
| Jee—==—Limites du courant 3
F 4 ]
v
F 21| | Ves=60V|
L 4 ]
4
r '/ ]
[ V] ]
L v
1 24
SRRR= E
£ p ]
r ,/ B
C b
L A ]
L // N
[ /,/ ]
[ 1 ]
» i
07 5
Juaas |
0% 5 65 3
t. (o
J( C)
R
0 7
foc,/w) P T T T T T
Ry, = résistance thermique entre le fond
du transistor et l'ambiance
Plaque de refroidissement: aluminium
de 3 mm, montée verticalement
8
\ Courbe 1:al blanc
T T
6l NSNS
Courbe 2:aluminium noirci u
T
N, N T
N,
N N
4
A
1
=
=
5 =
0
0 100 200 300 400

Surface de la plaque de refroidissement (cm2)




TRANSISTORS PNP

par alliage au silicium

Cette série de transistors est utilisée pour toutes appl

BCY30
BCY31
BCY32
BCY33
BCY34

ications professionnelles en basse fréquence et commutation

lente a faible niveau. La tension VEB est remarquable pour un PNP Silicium.

Disposition des électrodes

et encombrement

max6,6._min 38 3_\
15
o ] 0 £
5 5 ;5 conne
g & Al oo

dimensions en millimetres

Valeurs limites d'utilisation

Boftier JEDEC TO-5

xions isolées du boitier

ids : 0,9g. environ

Echelle 1/1

BCY30
BCY31

BCY33

BCY32 | geyay

Unités

Tension collecteur base
Tension collecteur émetteur

Tension émetteur base

Courant créte de collecteur
Courant continu de collecteur
Courant créte de base

Courant continu de base

Caractéristiques thermiques

Puissance de dissipation (jusqu'at = 62,5°C)

case
Température de jonction
Température de stockage

Résistance thermique jonction -air ambiant

Résistance thermique jonction -boitier

250

t -« 150 »] °C
torg  fe——-55a+150 ] ocC
Ryy fJe—u 05 o oc/mw
Rib —— 0,35 »] °C/ mW

& coMPELEC
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Caractéristiques statiques BCY30 BCY31 BCY32 BCY33 BCY34
. Conditions de mesure Symboles Unités
tamb = 25°C nin. |nom.|max.]nim.|nom.max.|min.|nom.|max.| min.|nom.|max.]min.Jnom.[max.

Courant résiduel de Ve =-6V, g =0 IcBO -1 |-50 -1 |-50 -1 |-50 -1 |-50 -1 |-50 | nA
collecteur
Courant résiduel d'émettew) VEg = =6V, [ = 0 IEBO -1 |-50 -1 [-50 -1 |-50 -1 |-50 -1 |-50| nA

Veg = —6V,IC:0,tj:]OO°C IEgO -0,1(-2,5 -0,11-2,5 -0,1[-2,5 -0,11-2,5 -0,1[-2,5] wA
Tension de saturation Ic =-20mA, Ig = -3mA VCEsat -160 |-550 ~160[-550 -160 | -550 -160|-550 -160(-550} mV
collecteur - émetteur
Tension de saturation Ic =-20mA, Ig=-3mA VBEsat -0,8 |-1,25 -0,8 F125 -0,8 |-125 -0,8 [-125 -0,8-1,25] V
base- émetteur
Rapport de transfert
direct du courant Ic =-20mA, Vg =-4,5V ho1e 10 |18 [35 |15 |28 {60 |20 35 70 |10 |18 |35 |15 |28 |40
(gain statique)
Caractéristiques dynamiques (ty,, = 25°C)
Capacité de collecteur Vep==-6V, [g =1 =0 C. 15 128 |60 15 |28 |60 [15 (28 [60 15 |28 |60 |15 (28 |60 | pF
Rapport de transfert Vcg = =6V, Ic=-1mA
direct du courant f=1KHz hote 15 125 |35 |25 (35 |60 |35 |55 |80 |15 |25 |35 |25 (35 |60
(gain dynamique)
Facteur de bruit Veg = =2V, Ig = 500 A

f=1KHz, Rg = 50002 F 8 20 8 (20 8 |20 8 20 8 20 dB
Fréquence de transition Veg ==6V, Ic =~1mA fr 0,25]1,2 025(1,7 0,2512,5 04 11,5 0,6 12,4 MHz
Impédance de base Ve ==6V, Ic=-1mA

f=1KH:z {anl 160 500 220 |500 230 (500 190 | 500 235 (500 Q
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TRANSISTORS PNP

par alliage au silicium

BCY38
BCY39
BCY40

Les transistors de cette série sont indiqués pour toutes applications professionnelles en basse fréquence et commuta-
tion lente a niveau moyen.

Disposition des électrodes

et encombrement

max6,6. min 38 S

dimensions en millimetres

i > Boftier JEDEC TO-5

:; g i "' g base reliée au boftier
x -], )

E g i J poids : 0,9g. environ
N

Echelle 1/1

Valeurs limites d'utilisation Symboles | BCY38 | BCY39 | BCY40 | Unités
Tension collecteur base VeB -32 -64 -32 \'
Tension collecteur émetteur VcE -32 —-64 -32 v
Tension collecteur émetteur a I- = 500 mA VCE -24 -60 -24 \%
Tension émetteur base VEB -12 -12 -12 \'
Courant créte de collecteur Icm e 500 mA
Courant continu de collecteur Ic 250 1 nA
Courant créte de base IBM < -125___ .1 mA
Courant continu de base Ig le—— =125____ 1 mA
Caractéristiques thermiques

Puissance de dissipation Ig’ro'r < 410 o mW
Température de jonction t ¢ 150 — 4] °C
Température de stockage tstg —— =554+ 150 —— ] °C
Résistance thermique jonction-air ambiant Rib 0,3 »| °C/ mW
Résistance thermique jonction -boitier th < 0,12 »] °C/mW

&

COMPELEC

SC-CG-42566

18,rue d’Enghien,75 Paris10=-FRANCE-Tél:(1)523 15-25 +
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BCY38 BCY39 BCY40

Caractéristiques statiques

Conditi d Symbol Unité
(famb =25°C) encitions de mesure ymbotes Imin. hom. jmax. jmin{nom.Jmaxmin.jnom. |max
Courant résiduel du Veg=-6V, g =0, lceo 1 [100 1 100 1 100 | nA
collectew
VCB=—6V, IE =0,f1~=100°c ICBO 0,1 12,5 0,1 12,5 01 [25] pA
Courant résiduel de VEg=-6V, Ic=0, IEBO 1 100 1 1100 1 100 | nA
I'émett
smetteur Vep=-6V, IC=0,fj=100°C IEBO 0,1 2,5 0,1 12,5 01 125 rA

Tension de saturation
Ic =-125mA, Ig = 17mA VCEsat -460-880]  [-360|-880 -330(-880f mV

collecteur - émetteur

Vecg==1V, Ic =-30mA ho1E 12 120 12 |30 22|35
Rapport de transfert direct
Vce==1V, Ic = -150mA hovE 10 |13 (30 10|19 |50 J15 |23 (120

du courant (gain statique)

VCB=—6V, IEM:330mA(]) h2]E 10 10 10 {15

Caractéristiques dynamiques

Fréquence de transition |Vcg = =6V, Ic = TmA fr 0,45)1,5 Io,45 1,5  |oss|2.5 MH:

Facteur de bruit VcE = -2V, Ig = 500 uA . g |20 g |oo s |0l
f=1KHz, Rg = 500 0

Impédance de base f=1KHz,Vcg=-6V,Ic=-1mA lzml 80 [250 9 |250| [110 |250] ©

Capacité de collecteur  [Vcg =6V, I =0 C. 75 5o |75 [150] (75 [150] eF

Rapport de transfert direct | Vcg =6V, Ic =~ 10mA h 15 |27 100 |15 |35 {100]30 |45 |160

du courant (gain dynamique)| f = 1KHz 2le

1) Mesuré en impulsions

& coMPELEC
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TRANSISTORS PNP

par alliage au germanium

2N174
2N1100
2N1358

Ces transistors sont recommandés pour toutes les applications de commutation & forte puissance.

Disposition des électrodes

et encombrement

23 Ergot ‘;A,,Jl,g

2245 Boftier JEDEC TO36

|

Collecteur

| Collecteur relié au boftier
_ . 4 Poids : 25 g. environ

J | ms08
Dimensions en millimétres Echelle 1/1
_ _ ﬁﬁ

Valeurs limites d'utilisation Symboles | 2N174 | 2N1100 | 2N1358 § Unités
Tension collecteur base Ves - 80 - 100 - 80 \
Tension émetteur base VEB - 60 - 80 - 60 \
Courant continu d'émetteur Ig PR . R— A
Courant continu de base Ig «——— -4 ) A
Caracteéristiques thermiques
Puissance de dissipation (tamb = 25°C) F’,“__)f
Température de jonction tj
Température de stockage tstg

&
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2N174
2N1100
2N1358

Caractéristiques 2N174 2N1100 2N1358 o
statiques Conditions de mesure | Symboles |~ ) ] Unités
(tj = 25°C) min.|nom.|max. min.|nom|max.Jmin.nom {max.
. Ic=1A,1 =0 \ -55 - 65 \'%
Tension de claquage C B (BR)CEO
collecteur émetteur | Ic =300mA, Ig =0 - 40 v
IC =300 mA, VEB =0 V(BR)CER -70 - 80 - 70 \"
Rpe =19
Courant résiduel du Ve =-2V, Ig =0 Ico 100 100 100 |200 pA
collecteur Vep=-80V, i =0,1.=70°C | Icpg 15 mA
VCB: —60\/, IEZO, 1"=70°C ICBO 4 6 mA
Courant résiduel de VEB=—30V, IC=0,1‘i=70°C IeRO 4 mA
['émett _ _
emetteur VEg =-60V, I =0 | Igpq 118 1 mA
VEB:—BO V, IC:0 IEBO 1 8 mA
Tension de saturation Ic = 12 A, Ig = 2A VCEsa’r 0,310,9 0,310,7 0,31 0,7 \
Tension base émeh‘eunT Ic = 12 A, VCB =-2V VBE 0,35 0,5 \
Ic=5A, Veg =-2V | Vge 0,65(0,9 0,65(0,9 0,65 0,9 \'%
Rapport de transfert [ I~ = 1,2 A, Ve = -2V hZ'IE 40 | 55| 80
direct du courant |y — 54, veg=-2V | hye |25 50 |25 50 |25 | 35
(gain statique) .
Pofem‘iel flottant IE - 0, VCB =-80V VEB'H 1 \'
Caractéristiques dynamiques (’ri = 250C)
Fréquence de cou- Ic=5A, Vg =6V fLo1e 10 10 KHz
pure en émetteur
commun
Fréquence de cou- Ic = 1A, VCB =-12V fh2]b 100 KHz
pure en base
commune
Caractéristiques de commutation (t; = 25°C)
Temps de croissance Ic = 12 A, Ip = 2A
Temps de décroissance I=0, Veg=-6V, Rpg=100 te 15 15 15 us

&&
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RAN 2N525
T SISTORS PNP SN526

par alliage au germanium 2N527

Cette série de transistors est d'un emploi généralisé pour tous circuits & basse fréquence et commutation lente dans
les applications industrielles

Disposition des électrodes
et encombrement

. e
max§g min 38 % Boftier JEDEC TO-5
:-; :g ,',' E (base reliée au boftier)
’g‘ E ='{',b poids : 0,9 g. environ
g

dimensions en millimétres Echelle 1/1

Valeurs limites d'utilisation Symboles

Tension collecteur base

Tension collecteur émetteur

Tension émetteur base

Courant continu de collecteur

Caractéristiques thermiques

Puissance de dissipation du collecteur <

Température de jonction

- 85 —

Température de stockage e———65a + 100 —

Résistance thermique jonction-air ambiant 03 — !

Résistance thermique jonction -boitier 0,12

>
>

O 18,rue d’Enghien,75 Paris 10:-FRANCE-Tél:(1)523 15-25 +

G COINVIPELEDR |« 0 comcms 5. Seine 8 5 1004

$C-CG-44566




2N525
2N526
2N527

Caractéristiques statiques

(fcmb =250C)

Conditions de mesure

Symboles

Tension de claquage
collecteur - émetteur

= - 6mA, Rgg = 10 KO

V(BR)CER

Courant résiduel de
collecteur

Courant résiduel
d'émetteur

VCB =30V, IE =0

Icso

IEBO

Tension de saturation
Collecteur - émetteur

Tension émetteur -base

Ic =-20mA, Ig = —1,33mA
IC = —20mA, IB =—-1mA
Ic = -20mA, I = - 0,67 mA
Ic = -20mA, Veg = =1V

VCEsat
CEsat

VCEsat

VBE

Rapport de transfert
direct du courant
(gain statique)

Ic=-20mA, Vg = =1V

=~100mA, Veg = =1V
Ic CE

I"2'IE

h21E

Caractéristiques dynamiques (t,,, = 25°C)

Rapport de transfert
direct du courant

(gain dynamique)

IE =1 mA, VCE =-5V

f =270Hz

Parametres h en
base commune:

Impédance d'entrée

Rapport de transfert

inverse de la tension

Admittance de sortie

VCB =-5V, Ig= 1mA
f=270Hz

Capacité de sortie

f = 1MHz (entrée en circuit
ouvert)

Fréquence de coupure
en base commune

Vep==-5V, Ig = 1mA

Facteur de bruit

Ve =-5V, IF=1mA
f=1KHz, &f = 1 Hz

& coMPELEC
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2N1303
TRANSISTORS PNP 2N1305
2N1307
2N1309

par alliage au germanium

Cette série est une des plus importantes dans la spécialité des transistors germanium de commutation rapide.

Elle est complétée par la série NPN 2N1302 et suivants .,

Disposition des électrodes
et encombrement

max6,6.min38 3\
i ;'j < Boftier JEDEC TO 5
] ) =’l=, (base reliée au boftier)
E g ""’ - Poids : 0,9 g. environ
Dimensions en millimetres Echelle 1/1

Valeurs limites d'utilisation Symboles |2N1303 [ 2N1305|2N1307 | 2N1309

Tension collecteur base -30 -30 -30 -30
Tension collecteur émetteur -25 -20 -15 -15

Tension émetteur base -25 -25 -25 -25

Courant créte de collecteur l¢e—  -300 — ]

Courant continu de collecteur -200
jf-————— R ——

Caractéristiques thermiques

Puissance de dissipation (tqqp = 25°C) 150 >

Température de jonction < 8 ]

Température de stockage e« —65a+100 —

Résistance thermique jonction-air ambiant 0,4

Résistance thermique jonction-boftier 0,2

5 ; 18,rue d’Enghien,75 Paris 10:-FRANCE-Tél:(1)523 15-25 +
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2N1303

2N1305

2N1307

2N1309
Caractéristiques statiques Conditions de mesure Symboles 2N1303 N1305 1307 N1309 Unités

(fj =25°C) min.fnom.Jmax§ min|nom{maxdmin.|nom] maxqmin] nom} max}-
Tension de claquage
collecteur base émetteur en circuit ouvert VcRro -30 -30 -30 -30 \'
Tension de claquage
collecteur - émetteur base en circuit ouvert VcEo -25 -20 -15 -15 \'
Tension de claquage
émetteur base collecteur en circuit ouvert VEBO =25 -25 -25 -25 \
Courant résiduel du Ig=0, Vcg=-25V Icpo -31-6 -3 -6 -3 |-6 -3 -6 nA
collecteur VCE=-15V,VBE=02V,ti=55°C ICEX - 50 -50 -50 =50 | ©A
Courant résiduel de
I'émetteur Ic=0, Vgg = -25V IEBO -1,7]-6 -171-6 -171-6 -1,7(-6 | 1A
Tension de saturation
base - émetteur Ic=-10mA, Ig=-0,5mA VBEsat [-015/-0,3(-0,4}-0,15/-025(-0354-015/-024|-035§-0,15/-023|-035] Vv
Tension de saturation Ic=-10mA, Ig=-0,5mA VCEsat -0,1(-0,2 \
collecteur - émetteur Ic=-10mA, Ig=-0,25mA VCEsat -0,11-0,2 \"
Ic=-10mA, Ig =-0,17 mA VCEsat 1-0,1{-0,2 \
Ic=-10mA, Ig=-0,13mA VCE sat £0,1(-0,2 \'%
Tension de pénétration fo 25 20 15 15 \
Rapport de transfert direct |1~ = _10mA Ve =-1V h
du courant C + YCE 21E 20 | 50 40 |70 (100 ] 60 | 100|200 §80 | 150{300
(gain statique) Ic=-200mA, VCE=-0,35V L hyie |10 |35 15 | 55 20 | 90 20 | 130
Caractéristiques dynamiques (’ri =25°C)
Capacité de collecteur Ig =1,=0, Vcg=-5V,f=1MHz | C, 10 (20 10 | 20 10 |20 10 |20 pF
Capacité d'émetteur Ic=1. =0, VEg=-5V,f=1MHz | C, 7 7 7 7 pF
Fréquence transition Ic=-1mA, Vcg=-5V fr 315 5110 10|15 15120 MHz
Caractéristiques de commutation (tj = 25°C)
Temps de réponse Figure 1 4 60 55 50 45 ns
Temps de croissance " t, 300 200 180 155 ns
Temps d'accumulation des
porteurs " tg 700 700 700 700 ns
Temps de croissance " tf 600 450 350 350 ns
Charge stockée dans la Figure 2 Qg 1000 1000, 1000 1000 pC
ase

Vi

Ajuster C de 0 a Copf

Q

s

= Copf . VI

Figure 1

Figure 2
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2N1303

2N1305
2N1307
2N1309
VCB TTTTTITTTTTITTTTOT 1T
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2N1924
TRANSISTORS PNP 2N1925

par alliage et diffusion au germanium 2N1926

Cette série est une version des classiques 2N525 et suivants qui dispose d'une tension de collecteur plus élevée.
q q P

Disposition des électrodes
et encombrement

max66 min38 I
D
1S Boftier JEDEC TO-5
P2 g B ! b
Lo , £ ase reliée au boftier
> E=,
g 2_;1 Poids : 0,9 g. environ
i !
Dimensions en millimetres Echelle 1/1

Yaleurs limites d'utilisation Symboles | 2N1924 | 2N1925 | 2N1926 | Unités

Tension collecteur base \'% -60 -60 -60

Tension émetteur base \Y -25 -25

Courant continu de collecteur IC =500 ]

Caractéristiques thermiques

Puissance de dissipation du collecteur PC —— 225
Température de jonction 'ri < 85
Température de stockage fstg e -65a + 100
-
18,rue d’Enghien, 75 Paris 10c-FRANCE-Tél:(1)523 15-25 +
& cc M p E L E c TELEX : 28.302 COMPLEC-PARIS R.C. Seine 65 B 1604
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2N1924
2N1925
2N1926

2N1924 |2N1925 | 2N1926
Caractéristiques statiques Conditions de mesure Symboles | _ ) Unités
min.| max.]min{ max Jmin. |max.
Tension de claquage Ic = -600 yA, Rgp = 10KQ V(BR)CER -40 -40 -40 \%
collecteur émetteur .
I-=-50uA, Ve =15V
C Bay BE ] ’ _ - -
R. - 10 KQ V(BR)CEX 50 50 50 \
BE
Tension base émetteur Ic = -20 mA, VCB =-1V VBE 0,191 0,3040,18 0,29]0,17 |0,28 \"
Courant résiduel du VCB =-45V, Ie = 0 Icgo -9 -9 -9 pA
collecteur .
Courant résiduel de VBE =25V, IC =0 IeRo -9 -9 -9 pA
I'émetteur
Rapport de transfert direct Ie = -20 mA, VCB =-1V h2'|E 35| 65 |54 | 88 )72 (120
du courant - _
Tension de saturation Ic = -20mA, Ip =- 1,33mA VCEsat 0,055|0,105 \
collecteur émetteur _ _
Ic = -20mA, Ig = -TmA VCEsat F0,0é 0,105 Vv
Ic = -20 mA, Ig = -0,67 mAl VCEsof 10,065 0105y Vv
Caracteéristiques dynamiques
Rapport de transfert inverse Ig = -1 mA, VCE =-5V¥Y |h21e 33158 14880 |66 (110
de la tension _
. ) f = 1KHz
(gain dynamique)
Fréquence de coupure Ig = 1 mA, VCB =-5V fh?]b 1,1 1,4 1,6 MHz
Capacité de sortie Ig = 1 mA, VCB =-5Y, lC22b 27 27 27 pF
f = 1MHz
Impédance d'entrée Ig =-1mA, Veg = -5V, h”e 0,771 2 11,3]12,911,6 3,8 kQ
Rapport de transfert f = 1KH:z b1 2,217,2 |3.3]8,1 |44 9 | 10
inverse de la tension €
Admittance de sortie h22e 16,5 54 |22 |59 128 |63 JuA/V
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TRANSISTORS PNP

'planar’ silicium a épitaxie

2N2411
2N2412

Ces transistors sont particuliérement recommandés en commutation trés rapide et amplification trés rapide.

Disposition des électrodes

et encombrement

L}
h
S
_ E’ g
§ == Boftier JEDEC TO-18 5
g == Collecteur relié au boftier
= Poids : 0,45 g. environ
" |pax53 | min127 f
Dimensions en millimetres Echelle 1/1
B
I Valeurs limites d'utilisation Symboles | 2N2411] 2N2412 ] Unités I
Tension collecteur base VCB 25 25 \
Tension collecteur émetteur VCE 20 20 \
Tension émetteur base VEB 5 5 \
Courant continu de collecteur Ic le——100— ] mA
Caractéristiques thermiques I
Puissance de dissipation p : W
Z tcase = 25°C tot le——— | ———»
Température de jonction 'ri le———200_____ 31 °C
Température de stockage fstg 65 a +300) °C
Résistance thermique jonction - air ambiant th l«—— 0,58
Résistance thermique jonction - boitier Rih le— 0,17 ___)
_

& caMPELEC

SC-CG-48766
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2N2411
2N2410

Caractéristiques
statiques

Conditions de mesure

Symboles

2N2411

2N2412

nom.

nom.

Unités

Tension de claquage
collecteur émetteur

IC=—10mA, IB=0

V(BR)CEO

Courant résiduel du
collecteur

Courant résiduel
d'émetteur

Vg = - 25V, Vgg = 0,
tamb = 150°C

am

Ices
Ices

Iego

Tension base - émetteur

Tension de saturation
collecteur-émetteur

IB:—lmA, IC:—'IOmA
IB:—] mA, IC=—10mA

VBE

VCEsat

Rapport de transfert
direct du courant
(gain statique)

Veg=-0,5V, Ic=-50,A
VCE=—0,5V, IC=-10mA
VCE:—O,SV, IC:—10mA
t = -55°C

amb

ho1E
ho1E

ho1e

ho1E

Caracteéristiques dynamiques (t

mb = 25°C)

a

Rapport de transfert
direct du courant
(gain dynamique)

Capacité de sortie

Capacité d'entrée

f = 100 MHz

VCB:—SV, IE:O, f=1MHz
VCBZ—O,SV,ICZO,f: IMHz

s . . — 0
Caractéristiques de commutation (t, , = 25 Q)

Temps de retard
Temps de croissance
Temps de réponse et
de croissance

Temps de stockage
Temps de décroissance

Temps d'accumulation
des porteurs et de
décroissance

(1) Mesures effectuées en impulsions : t = 300 us ; rapport cyclique < 2 %

IC=-10mA, IB=—2,5mA
VBE:+ 1,2V, RL:3OOQ

ICZ—]OmA, IB-I 2-2,5mA

& coMPELEC




2N2904
TRANSISTORS PNP 2N2905
2N2906
2N2907

'planar’ silicium a épitaxie

Cette série vient compléter en PNP les 2N2218 et suivants avec des performances et une fiabilité équivalentes.

2N2904 complémentaire du 2N2218

2N2905 - - 2N2219
2N2906 - - 2N2221
2N2907 - ~ 2N2222

Disposition des électrodes

et encombrement

max66.min36 I
T, ]S Boitier JEDEC TO-5

.l' g (collecteur relié au boitier)

(2N2904)

max8,5

:J ; Poids : 0,9 g environ (2N2905)
1
(e
3,
S
g Boitier JEDEC TO-18
‘* (collecteur relié au boftier) (2N2906)
Poids : 0,45 g environ (2N2907)
j Echelle 1/1
max 5,3 ’7”’772.7' Dimensions en millimétres
—
VYaleurs limites d'utilisation Symboles | 2N2904]2N2905 | 2N2906 | 2N2907 | Unités
Tension collecteur base VCBO -60 -60 -60 -60
Tension collecteur émetteur VCEO -40 -40 -40 -40
Tension émetteur base \ EBO -5 -5 -5 -5
Courant continu de collecteur Ic l—— 600 mA
Caractéristiques thermiques
Puissance de dissipationat_ =25 C P tot «— 3 — »fe— 18} W
Puissance de dissipation a tamb = 250 C Piot le——0,6 — ple——0,4 ] w
Température de jonction t le———  -65a200—— ) °C
Température de stockage tstg le——  —-65a300__—___ ) °C
Résistance thermique jonction -air ambiant Rth 0,29 e 0,44 3§°C/mW
Résistance thermique jonction - boitier l«— 0,058 10,098 —

( : 18,rue d’Enghien,75 Paris 10:-FRANCE-Tél:(1)523 15-25 +
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Caractéristiques
statiques ty 1L, =25°C

Conditions de mesure

2N2904

2N2905

2N2906

Symboles

min.|nom.|max.

min,

nom.,

maxJjmin,

nom.

max.|

Unités

Tension de
claquage
collecteur-base
Tension de
claquage collec-
teur-émetteur (1)
Tension de
claquage
émetteur-base

IC:]O }LA;IEZO

IC = 10mA ; Ig =0

Ig=10 uA;Ic =0

V(BR)CBO] 60
ViBR)CEO| 40

ViBR)EBO] 5

60

60

Courant résiduel
de collecteur

Courant résiduel
de base

N =5V ;Ig=0
VEE BoviIE =0,
t mb:]50°
\?CE:?’OVI'
VBE = 0,5V

VCce= 30V
Vgg =0,5V

IcBoO
Iceo

Icex

IgEx

Tension de
saturation
émetteur-base (1)

Tension de
saturation
collecteur-
émetteur (1)

Ic=150mA;Ig =15mA
Ic =500mA ; Ig = 50mA

Ic=150mA;Ig=15mA
Ic =500mA ; Ig =50mA

VBEsat

VCEsat

Rapport de
transfert
direct du
courant

(gain statique)

Ic=0,1mA; Vcg =10V
Ic=1mA;Vcg=10V

Ic=10mA; Vcg =10V
Ic= ]SOmA;VCEZ]OV(U
Ic =500mAM-E=10V (1)

:2”5
h21E
21E

h
h21E

Caractéristiques dynamiques

Capacité
de sortie

Capacité d'entrée

Fréquence de
transition

VCE=1WV;IE=0;
f =100 kHz

VR =2V ;Ic=0;
fEEMOkHzC

{FZSOmA;

CE :20V,' f=100MHz

Caractéristiques de commutation

Temps de
réponse

Temps de
croissance

Temps d'accumu-
mulation des
porteurs

Temps de
décroissance

Voir figures

(1) Mesures effectuées en impulsions « largeur < 300 s, rapport cyclique €2 %,

&
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‘TRANSISTORS PNP

"planar’ silicium a épitaxie

Cette série est la version noble des 2N2904 sans suffixe.

Elle se trouve par le fait complémentaire des 2N2218A et suivants.

Disposition des électrodes
et encombrement

max6,6. min 36, ‘3\

Valeurs limites d'utilisation

Boitier JEDEC TO-5

4 g (collecteur relié au boftier)
:-‘,”' _J Poids : 0,9 g environ
1 !
)
3
S
g$ Boftier JEDEC TO-18
i_f (collecteur relié au boftier)
r—‘ Poids : 0,45 g environ
mini27 Dimensions en millimetres

Symboles

2N2904A
2N2905A
2N2906A
2N2907A

(2N2904A)
(2N2905A)

% (2N2906A)

(2N2907A)
Echelle 1/1

Unités

Tension collecteur base
Tension collecteur émetteur

Tension émetteur base

Courant continu de collecteur

Veeo
VcEo

VEBO

Caractéristiques thermiques

Puissance de dissipation at g¢e =25 C
Puissance de dissipation a ty 1 =25 C
Température de jonction

Température de stockage

Résistance thermique jonction -air ambiant

Résistance thermique jonction -boitier

& coMPELEC

$C-CG-50 566
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2N2904A

2N2905A
2N2906A
2N2907A
Caractéristiques o 2N2904A | 2N2905A | 2N2906A § 2N2907A o
stotiques(fomb:25°C) Conditions de mesure Symboles min.| max.min. | max.fmin.| max.fmin} max, Unités
Tension de claquage _ . — v
collecteur-base Ic=10 A Ig=0 V(BR)CBO 60 60 60 60
Tension de claquage _ L
collecteur-émetteur(1) Ic=10mA;Ig=0 V(BR)CEO] 60 60 60 60 v
Tension de claquage _ e
émetteur-base =10 #A;Ic =0 V(BRIEBO| 3 3 > > v
Courant résiduel zg: z :g\\; ' iE zg ‘ Iceo 0,01 0,01 0,01 0,011 «A
de collecteur famp = 1500 C IcBO 10 10 10 10 LA
Courant résiduel Vcg =30V ; Vgg = 0,5V IcexX 50 50 50 50 nA
de base Vce =30V ; Vgg =0,5v IREX 50 50 50 50 nA
Tension de satura- Ic =150 mA ; Ig = 15 mA vBEsaf 1,3 1,3 1,3 1,3 \
tion émetteur-base(1) | ICc =500 mA ; Ig = 50 mA | VBEsat 2,6 ,6 2,6 ,6 \'
Tension de satura- _ L v
e | emets g |veea [ fod Jod oo [ a4y
émetteur (1) C *°B CEsat ! ! ! !
Ic =0,1mA ; Vcg = 10V hote 40 75 40 75
Rapport de transfert | Ic = 1mA; Vcg = 10V hoe 40 100 40 100
direct du courant Ic =10 mA; VCg = 10V hotE 40 100 40 100
(gain statique) Ic =150 mA ; Vcg = 10V} ho e 40| 1204100 | 300] 40 | 120} 100| 300
IC =500 mA ; VCE = 10V(1) h21E 40 50 40 50
A
Caractéristiques dynamiques
- : VCE=10V;Ig =0; '
Capacité de sortie f =100 kHz Coob 8 8 8 8 pF
Vo =2V ; 1~ =0;
ité d' 5 BE ' -C ' F
Capacité d'entrée £ 27100 k Hz Cib 30 30 30 30 P
Fréquence de Ic =50 mA; Vcg =20V ;
transition f = 100 MHz fr 200 200 200 200 MHz
A
Caractéristiques de commutation
Temps de réponse Voir circuits de mesure t4 6|l 106|106 ]110)6] 10 | ns
Temps de des type\s
croissance 2N2904 a 2N2907 t, 20 [ 40120 | 40 J 20| 40 | 20| 40 ns
Temps d'accumu- te 50| 8050 |80]s0]|s0 |50 8o ns
lation des porteurs
Temps de tf 20| 30J20 {3020 30 ] 20 30 ns
décroissance

(1) Mesures effectuées en impulsions - largeur = 300 Ls - rapport cyclique < 2 °/°

Note : pour les courbes voir types 2N2904 a 2N2907.

&
.

COMPELEC




-4

TRANSISTOR NPN

par alliage au germanium

—

~Transistor concu pour étage de sortie complémentaire, associé avec I'AC132,

Disposition des électrodes

et encombrement

max34 min38

Boftier JEDEC TO 1
S pact = = % Connections isolées du boftier
BQ\E/) E E ;‘TT:’ g Poids : 0,9 g. environ
max 157, | 1) Non étame
max0,46

Le point bleu indique le collecteur

Dimensions en millimetres

AC127

Echelle 1/1

Valeurs limites d'utilisation Symboles Unités |
Tension collecteur base Vece 32 \
Tension collecteur émetteur VCE 32 \
Tension émetteur base VEB 10 \'%
Courant continu de collecteur Ic —— 500 1 mA
Courant continu de base Ig - 25____ ] mA

- Caractéristiques thermiques

] Puissance de dissipation Piot 340 8 mW
Température de jonction (régime permanent) t < 90 » °C
Température de jonction (régime intermittent : 200 heures) Ui < 100___,] °C
Température de stockage tstg ¢ -55a+90,] °C
Résistance thermique jonction -air ambiant Rin «037__ ]°C/mW
Résistance thermique jonction -air ambiant avec radiateur > 12,5 cm2 th ‘ 0,16 o] °C/mW
Résistance thermique jonction - boitier Rih le—0,11___ J°C/mW
S —
O 18,rue d’Enghien, 75 Paris 10:-FRANCE-Tél:(1)523 15-25 +
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Coracféris’riiues statiques Conditions de mesure Symboles . ACIZ Unités
tamb = 25°C min. | nom. | max.
Tension de claquage
collecteur - émetteur Ic = 500 uA, Vgg =0 V(BR)CES | 32 v
Tension de claquage
émetteur - base Ig =200uA, Ic =0 ViBR)EBO | 10 v
[ |
Courant résiduel du collecteur Ig=0,Vcg=0,5V Iceo 10 nA
Courant résiduel de |'émetteur Ic =0, VEg =5V, = 750 C IERO 550 | nA
Rapport de transfert direct du Ve =0, Ig = -20mA ho1E 100
courant Vcg =0, Ig = -50mA ho1E 105
(gain statique) Vcg =0, Ig = -200mA ho1E 90
Vep =5V, I =-2mA VBE 120 mV
Tension base émetteur Vecg =0, Ig = -500mA VBE 1,2 \'
Tension de saturation Ic = 500mA, Ig = valeur a VCEsat 0,5 1 \'%
collecteur - émetteur laquelle Ic = 550 mA et Vcp=1V
Caractéristiques dynamiques (tqmp = 25°C)
Fréquence du rapport de transfert Ve =2V, Ig =-10mA P fy 1,5125 MHz
unité de courant
Fréquence de coupure en Ve =2V, Ig = -10mA fi21e 10 | 20 KHz
émetteur commun
¥ Facteur de bruit Vep =5V, Ig = -0,5mA F 4 10 dB
f=1KHz, Rg =500}, B= 200Hz
Module de I'impédance de transfert Vep =5V, Ig =-1TmA lzl2b| 70 Q
inverse de la tension F = 450 KHz
Capacité de collecteur Ve =5V, Ig =0 Cc 70 - pF
F = 450 KHz
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TRANSISTOR NPN AC130

par alliage au germanium ‘ !

La propriété de la symétrie des diodes collecteur-base et émetteur -base permet d'utiliser ces transistors dans lesétages

comparateurs ,

Disposition des électrodes

et encombrement

max394 min38

Boftier JEDEC TO 1

g ~ 2f . . B
B{‘K} E <g 2; ?‘g Poids : 0,9 g. environ I
£ S :ﬁ‘ﬁ: S 1) Non étameé
maxﬁ’iﬂ:g Le point bleu indique le collecteur ”
%
Dimensions en millimetres Echelle 1/1
3
& I T
Valeurs limites d'utilisation Symboles Unités
Tension collecteur base Vee 20 \
Tension collecteur émetteur VcE 15 \
Tension émetteur base VER 20 \Y #
Courant continu de collecteur Ic le—— 100 ] mA
Courant continu d'émetteur Ig l«—— 100 —_,§ mA
Courant continu de base Ig «—— 50 ] mA

Caractéristiques thermiques

Puissance de dissipation du collecteur (t; 1 = 25°C) Pc « 145 __ 01 mW
Température de jonction t; e 90 4] °C
Température de stockage tstg «-551t75_,] °C
tésistance thermique jonction -air ambiant Rih «—— 0,45 1 °oC/mW
— 8
O 18,rue d’E_j\ghien,75 Paris10:-FRANCE-Tél:(1)523 15-25 +
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AC130

Carcc'ref:;:;q:t.uezssoséohques Conditions de mesure Symboles max.
Tension de claquage Ic =02mA, Ig =0 VCEO 10
collecteur - émetteur Ig=0,2mA, Ig =0 VECo 10
Ic =0,2mA, Rg =10 k() VCER 15
Ig =0,2mA, Rg = 10 k{2 VECR 15 |,
Courant résiduel de collecteur Veg =20V, t = 600C Icro 35
Courant résiduel d'émetteur Veg =20V, t= 60°C IERO 35
Courant continu de base Ig =10mA, Veg =0 Ig 400
Ic = 10mA, VCB =0 I inv. 400
Tension base émetteur Ig =10mA, Vcg =0 VBE 0,25
Ic =10mA, VEg =0 VBE 0,25
Rapport des courants de base e = Ir = TmA Vi =Veq = 0 Ig dir. 05| 1 )
direct et inverse E-Cm ™ TCBTVEB T Iginv. '
P
Caractéristiques dynamiques (t, = 25°C)
Fréquence du rapport de Ig =10mA, Vcg =0 f 2
transfert unité de courant Ic =10mA, VEg =0 f, 2
quacifé de sortie IE = 0, VCB = ]OV, F = 0,45 MHz C22b 10 25
Ic =0, VEg=10V, F = 0,45 MHz Coop 10 | 25

& coMPELEC




TRANSISTOR NPI

par alliage au germanium

AD161

Ce transistor est concu pour étre associé avec I'AD162 qui est PNP afin de réaliser des étages de sortie symétriques
complémentaires. || est possible d'obtenir une puissance de sortie de 11W,

Disposition des électrodes

et encombrement
max89 ming7

max19
[ Tmax27
- )"g Boftier MD 11 |
< S @ © Y Collecteur relié au boftier
h\a N g g 'B_ Poids : 20 g. environ l
B 4 E
E B 1|
oy ¢ H
6 Echelle 1/1

Dimensions en millimetres

B
Valeurs limites d'utilisation Symboles Unités
Tension collecteur base Vceo 32 \
Tension collecteur émetteur (base en circuit ouvert) VCEO 20 \"
Tension collecteur émetteur (VBE =-0,6V) VCEX 32 \'
Tension émetteur base VEBO 10 \
Courant créte de collecteur Icm 2 3] A
Courant continu de collecteur Ic 1 31 A
Caractéristiques thermiques
Puissance de dissipation (<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>